













































































Le dimensioni della regione atti-
va sono molto piccole dell’ordine
di 5 micron come lunghezza e di
1,5 micron come spessore. La resi-
stenza drain-source, viene portata
ad un valore adatto, ponendo in pa-
rallelo parecchi strati di elementi,
disposti perpendicolarmente al ca-
nale.

Gli strati d’impoverimento asso-
ciati alle due giunzioni «p-n» pene-
trano nel canale di tipo «n» (fig.
2) e solo la parte in grigio conduce
effettivamente la corrente. Questa
zona conduttrice € a forma di cono,
poiché la tensione inversa ai capi
delle giunzioni «p-n», e quindi la
larghezza dello strato d’impoveri-
mento, cresce lungo il canale sotto
I’effetto del gradiente di potenziale
tra source e drain.

La fig. 2 permette di capire il
funzionamento del FET come am-
plificatore.

La tensione d’alimentazione Vps
viene applicata al transistore trami-
te la resistenza di carico Ry e pro-
duce una corrente di «drains Ip che
attraversa il canale di tipo «n». Il
valore di questa corrente dipende
dalla tensione inversa di polarizza-
zione Vgs applicata alla «gate», cid
significa che tutte le variazioni del-
la tensione di «gate» si ripercuotono
sulla corrente di «drain» Ip, produ-
cendo cosi una tensione di uscita,
eventualmente amplificata, sulla re-
sistenza di carico R;.

Il capo d’ingresso corrisponde
a una giunzione «p-n» contropo-
larizzata, quindi la resistenza d’in-
gresso di un FET & molto elevata:
questo valore & superiore a 10 MQ
per i tipi al silicio. Le caratteri-
stiche principali di un transistore
a effetto di campo del tipo ad im-
poverimento si possono cosi rias-
sumere: resistenza drain-source a
tensione nulla rpso = 1 k&Q; ten-
sione di rottura gate-source BVsg =
25 V; conduttanza di trasferimen-
to (pendenza) 2 mA/V, corrente
normale di polarizzazione di
«drain», qualche milliampére.

Si & gia visto come solo i porta-
tori maggioritari del canale centra-
le intervengono nel funzionamento
di questo tipo di transistore.

Quanto detto sopra, pur essendo
relativo ad un transistore FET a
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Fig. 1 - Struttura di un transistore ad
effetto di campo a canale «n».
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Fig. 2 - Principio di funzionamento di
un amplificatore a FET.

Fig. 3 - Montaggi base di un amplifica-
tore a transistore FET.

canale «n», € valido anche per un
transistore FET a canale «p» a
condizione, logicamente, che si
cambi la polarita.

I tre montaggi base, «source» co-
mune «gate» comune e «drain»
comune, di un amplificatore a tran-
sistore FET sono illustrati rispetti-
vamente in fig. 3/a - 3/b e 3/c.

Si pud inoltre, in ciascuno di
questi casi, invertire 'ingresso e 'u-
scita ottenendo cosi 6 possibili com-
binazioni. 1 tre montaggi della figu-
ra 3, tuttavia sono quelli utilizzati
nella maggior parte delle applica-
zioni.

Il simbolo scelto per rappresen-
tare un transistore ad effetto di
campo~¢ tale da indicare la possi-
bilita di scambiare le connessioni
di «drain» e «source» in varie
applicazioni.

Il «drain» & segnato con la let-
tera D (figura 3).

La fig. 3 rappresenta un FET a
canale P; per un FET a canale N

S

il senso della freccia & inverso.

IL TRANSISTORE
MOST O MOS - FET

Si tratta di un altro tipo di tran-
sistore ad effetto di campo chiamato
generalmente MOST (dall’inglese
Metal Oxide Semiconductor Transi-
sistor) oppure MOS-FET, nel qua-
le il canale conduttore & situato tra
elettrodi molto vicini, ma isolati da
uno strato di ossido, che creano il
campo elettrico di comando. La
fig. 4 mostra il principio di questo
tipo di transistore.

I due elettrodi vengono ancora
chiamati «drain» e «source» e si
compongono di regioni, di tipo «p»
a forte concentrazione, diffuse in
una piastrina di silicio di tipo «n»
e separati tra Joro di circa 7,5 mi-
cron.

Si deposita poi uno strato sottilis-
simo (citca 1500 A) di ossido di
silicio purissimo sulla superficie del
silicio e quindi un elettrodo di co-
mando in alluminio (gate) che
copre la regione centrale.

Come si nota tra la «source» e
il «drain» vi sono due. giunzioni
«p-n» affiancate, PIN ed NP;.
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Quando si applica una tensione
Vos tra il «drain» (negativo) e la
«source» (positivo), la giunzione
NP, viene polarizzata in senso in-
verso, mentre una piccola corrente
di fuga circola attraverso la «sour-
ce» e il «drain». Se la tensione di
«gate» diventa sufficientemente ne-
gativa in rapporto alla tensione di
source, la gate attira le cavitd, ed
esse si concentrano sulla superficie
della regione N, la quale diventa
virtualmente di tipo p.

In pratica ¢ come se le regioni
P, e P, siano riunite attraverso un
unico canale di tipo p, mentre pud
scorrere una corrente dalla «sour-
ce» al «drain» sotto l'influenza di
VDS.

Questa corrente & tanto pill in-
tensa quanto piu elevata ¢ la ten-
sione di «gate».

Una volta formata la giunzione
p-n, apparira una regione d’impo-
verimento, il che porta ad un canale
a forma di cono, a causa del gra-
diente di tensione tra «drain» ¢
«source».

. La tensione di «gate» per la qua-
le lo spazio source-drain diviene
conduttore, & la tensione di soglia
che, nella maggior parte dei casi, &
dell’ordine di 4 V.

Siccome la «gate» & isolata dallo
strato di ossido di silicio, ne risulta
una impedenza d’ingresso molto
elevata che pud superare il valo-
re di 10"° Q.

La tensione di rottura gate-sour-
ce & dell’ordine di 30 V, la con-
duttanza di trasferimento o penden-
za, ¢ dell’ordine di 1 mA/V.

Come nel caso del FET ad impo-
verimento, i principi descritti in
precedenza sono validi per un tran-
sistore a canale p ma, a condizione
che si invertano tutte le polarit,
essi sono adatti anche per un FET
a canale n.

La tecnologia MOS sta dando
un notevole impulso all’integrazio-
ne circuitale per la sua semplicita
e il costo modestissimo. E’ preve-
dibile che in futuro questa tecnolo-
gia sara fondamentale nei circuiti
integrati complessi.

La schematizzazione elettrica di
un MOS ¢ riportata in fig. 5. In
essa si pud notare il quarto elettro-
do indicato con Bg., griglia di mas-
sa (Bulk Gate), generalmente col-
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legata internamente all’involucro
al terminale di sorgente.

Occorre far presente che il MOS
si differenzia per funzionamento
da qualsiasi altro noto componente,
sia esso allo stato solido o a vuoto,
e che le sue caratteristiche consen-
tono semplificazioni circuitali rile-
vanti, sia per la sua impiegabilitd
ad accoppiamento diretto, sia per
la possibile assenza di ogni pola-
rizzazione d’ingresso o di ogni cir-
cuito di stahilizzazione termica.

Lo strato di ossido & fortemente
isolante per cui utilizzando come
ingresso i terminali «gate» e
«source» si ottengono impedenze
d’entrata molto alte, paragonabili
solo a quelle ottenibili da apparec-
chiature elettrostatiche.

Normalmente si ottengono im-
pedenze d’ingresso di 10" Q ed an-
che di 10® Q , valori questi diffi-
cilmente ottenibili con tubi a vuoto.
Schematizzando brevemente le fon-

Strato
d’ossido
di silicio

Source Gate
]

Drain

Piastrina

di silicio Canale
indotto
di tipo p

Fig. 4 - Struttura di un transistore MOS.

Canale N
Drain
Gate By
Source
Canale P
Dramn
Gate | Bg
Source-

Fig. 5 - Simbolo elettrico di un transi-
store MOS a canale «n» e canale «p».

damentali caratteristiche elettriche
del MOS abbiamo:

1) elevatissima impedenza
gresso (fino a 10" Q)

2) semplificazione dei circuiti di
impiego

3) stabilita termica elevata

4) bassa sensibilita alle radiazioni

5) elevato guadagno

6) basso rumore.

d’in-

DIODI A GIUNZIONE

I diodi ed i raddrizzatori metto-
no direttamente a profitto le pro-
prieta di raddrizzamento di una
giunzione p-n. L’abitudine fece
prevalere il termine «diodo» per
designare una giunzione p-n utiliz-
zata come elemento funzionale del
circuito in generale, mentre la de-
nominazione di «raddrizzatore» &
riferita al raddrizzamento della cor-
rente alternata in un alimentatore.

I diodi a giunzione p-n, di pic-
cole dimensioni, sono generalmente
al silicio e sono costruiti per dif-
fusione utilizzando la tecnologia
planare o mesa. Il diametro di una
giunzione ¢ in genere di 0,15 mm,
che corrisponde a una caduta di
tensione diretta di 1 V con una
corrente di 200 mA, a circa 300 V
di tensione inversa con una corrente
di fuga di 10 nA e una capacita di
giunzione, con polarizzazione nulla
di 8 pF.

La fig. 6 rappresenta un tipo di
diodo a giunzione altamente minia-
turizzato. Per i diodi di commuta-
zione rapida il diametro della giun-
zione ¢ di 75 micron.

I tempi di commutazione normal-
mente sono dell’ordine del nano-se-
condo.

VARACTOR

Si chiama «varactor» un diodo
a giunzione capace di variare la
sua capacita di giunzione al varia-
re della tensione inversa. Nel caso,
il pitt frequente, la capacita di
giunzione varia con linverso della
radice quadrata della tensione in-
versa.

I «varactor» sono principalmente
usati negli amplificatori parametrici
e nei moltiplicatori di frequenza,
in microonde.
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Vengono utilizzati normalmente
quali elementi variabili in circuiti
accordati di alta frequenza, in cir-
cuiti sfasatori e di commutazione
in VHF e UHF. La maggior parte
dei varactor sono al silicio e sono
costruiti col metodo a diffusione
su base epitassiale. Lo scopo prin-
cipale & quello di ottenere una
giunzione p-n puramente capacitiva
quando & polarizzata in senso in-
verso, vale a dire che la sua resi-
stenza interna serie deve essere re-
sa minima. Il diametro di giunzio-
ne di questo varactor ¢ dell’ordine
di 25 micron, la sua capacitd con
tensione zero & dell’ordine di 1 pF,
mentre la sua resistenza serie ¢ di
2,5 0, questo permette una frequen-
za di taglio di 60 GHz (frequenza
per la quale la reattanza della ca-
pacita di giunzione & uguale alla
resistenza serie).

I varactor vengono impiegati sia
per lunghezze d’onda molto corte,
sia per bande millimetriche sia per
amplificazioni a basso rumore, e
sono costruiti impiegando [’arseniu-
ro di gallio (Ga As) e possono ave-
re delle frequenze di taglio di circa
400 GHz.

DIODI TUNNEL

Un diodo tunnel o diodo Esaki,
si compone di una regione «p» e
di una regione «n» molto drogata,
separata da una barriera di giun-
zione di piccolo spessore.

Un tale tipo di diodo presenta
una resistenza negativa su una par-
te della sua caratteristica, come ap-
punto indica la fig. 7.

Quando la tensione diretta cre-
sce, partendo da zero, la conduzio-
ne si forma anzitutto per effetto
tunnel e i portatori maggioritari at-
traverso la barriera di giunzione
per un effetto puramente quantico.

Dato il minimo spessore della
barriera, sono sufficienti delle pic-
cole tensioni per creare dei valori
elevati di campo elettrico.

A mano a mano che i portatori
maggioritari attraversano la giun-
zione, la sua larghezza effettiva au-
menta e ad un certo punto Pef-
fetto tunnel sparisce; il diodo, al-
lora, si comporta come un normale
diodo attraversato da una corrente
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diretta dovuta all’iniezione dei por-
tatori minoritari.

Tra la zona di elevata corrente
con una piccola tensione caratteri-
stica dell’effetto Tunnel, dove il
massimo & chiamato picco e il pun-
to di avvallamento, dove il funzio-
namento del diodo diventa norma-
le, si ha dunque una zona a resisten-
za negativa che puo essere impiega-
ta tra l’altro per commutazione ul-
tra rapida.

Si consideri la retta di carico di
fig. 7.

Se il diodo inizialmente & pola-
rizzato al punto A, un impulso di
corrente di debole ampiezza, & suf-
ficiente per fare scivolare il diodo
nella zona instabile di resistenza ne-
gativa e il suo nuovo stato di riposo,
che & necessariamente sulla retta di
carico, non potra essere che nel
punto B.

Il diodo quindi si sposta da una
posizione stabile con 70 mV ai suoi

‘capi ad un’altra posizione stabile

con 380 mV ai suoi capi (questi
sono valori correnti per dei diodi
al germanio).

Contenitore in vetro & 2,2 mm
Lunghezza 4,2 mm
Kovar

Kovar l
3§ | 3¢
|| T T =) =)
Plastrina
dI silicio

Fig. 6 - Diodo miniatura a giunzione.

CR B T RS i

Tensione dirsita (V)

Fig. 7 - Caratteristica tipica di un dio-
do tunnel.

Siccome la corrente iniziale -
una corrente di portatori maggiori-
tari, caratterizzata da una grande
mobilita, il tempo di commutazione
pud essere molto corto, inferiore
al nano-secondo.

I due materiali migliori per la
costruzione dei diodi tunnel sono
il germanio e l’arseniuro di gallio.

Il germanio € impiegato per ap-
plicazioni a frequenze elevate,
mentre ’arseniuro di gallio, grazie
alla larghezza della sua banda in-
terdetta pud pilotare potenze pili
elevate.

La differenza di tensione tra il
picco e lavvallamento con [’arse-
niuro di gallio & dell’ordine di circa
0,7 V.

»

RADDRIZZATORI
A GIUNZIONE

Un raddrizzatore a giunzione &
costituito da una giunzione p-n a-
vente una buona tenuta in tensione,
realizzato in modo che le connes-
sioni tra la regione p e la regione n
abbiano una bassa resistenza elet-
trica in modo che la resistenza ter-
mica tra la giunzione e ’ambiente
sia la pitt bassa possibile; frequen-
temente viene adottato un radiatore
esterno per aumentare la dissipa-
zione, cid0 permette una migliore
dissipazione del calore prodotto per
effetto Joule nella giunzione, che
¢ proporzionale al prodotto della
corrente per la caduta di tensione
diretta. .

La dissipazione inversa, uguale
al prodotto fra la tensione inversa
e la corrente inversa, & normalmen-
te trascurabile nei raddrizzatori al
silicio.

Il rendimento attuale di questi
nuovi tipi di raddrizzatori, rispetto
ai vecchi tipi, & eccellente grazie
alle piccole cadute di tensione di-
rette che non superano 1 V per ele-
mento e alla loro tenuta in tensione
inversa che normalmente va oltre
i 1000 V. I tipi a bassa potenza,
fino a 1 A, sono alloggiati in con-
tenitori di materiale isolante e i
terminali assiali al contenitore pet-
mettono un facile cablaggio. I tipi
di potenza sono racchiusi in con-
tenitori metallici con un terminale
filettato in modo da consentire un
fissaggio al dissipatore termico.
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DIODI ZENER

Il diodo zener & un tipo partico-
lare di raddrizzatore a giunzione
avente una caratteristica inversa
di interdizione molto rapida e mol-
to ben definita a piccole tensioni
(generalmente da qualche volt a
qualche decina di volt).

La fig. 8 rappresenta la caratte-
ristica corrente-tensione di un dio-
do zener tipico avente una tensione
di interdizione di 6 V.

La caratteristica diretta ¢ esatta-
mente quella di un normale rad-
drizzatore, e la corrente di fuga ri-
mane molto piccola, in inversa, fi-
no al gomito della caratteristica, la
quale corrisponde al punto di in-
terdizione.

Per contro, oltre il gomito, pic-
cole variazioni della tensione ai
capi del diodo provocano delle va-
riazioni considerevoli di corrente,
cio significa che la resistenza dina-
mica del diodo diventa molto pic-
cola,

Un diodo zener polarizzato nella
regione di interdizione, sottoposto,
ad esempio, ad una corrente di
10 mA, costituisce una sorgente di
tensione stabile, poiché la tensione
ai suoi capi & quasi indipendente
dalla corrente che l’attraversa.

Questo fenomeno determina una
analogia tra il diodo zener e i tubi
stabilizzatori al neon utilizzati nei
circuiti a valvole.

A volte si fa una distinzione fra
diodi zener, dove la tensione di ri-
ferimento & di alcune decine di
volt, e diodi di regolaziones in cui
la tensione di riferimento pud su-
perare i 120 V.

TIRISTORI

Il tiristore, comunemente chia-
mato SCR (iniziali di Silicon Con-
trolled Rectifier), & un raddrizzato-
re che blocca la corrente in senso
inverso e lascia passare tutta la
corrente in senso diretto per mezzo
di una «gate». Esso permette il
controllo integrale del raddrizza-
mento e si comporta un po’ come
un Thyratron, da cui deriva il suo
nome.

La fig. 9 da le caratteristiche elet-
triche di questo elemento. Si pud
notare come la sua caratteristica
inversa ¢ identica a quella di un
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normale raddrizzatore al silicio, e
che la sua caratteristica diretta, in
assenza dell'impulso di apertura
della gate, ¢ simmetrica alla carat-
teristica inversa. Quando la gate &
aperta, la sua caratteristica diretta
diventa simile a quella di un nor-
male raddrizzatore.

L’apertura della gate si ottiene
inviando un impulso di corrente di
piccola intensita alla gate medesi-
ma.

Una volta scattata ’apertura del-
la gate, il tiristore si pone in uno
stato di conduzione finché la cor-
rente trasmessa nel senso diretto &
superiore alla corrente di soglia.

Se la corrente diretta scende al
disotto della corrente di soglia, il
tiristore si blocca e per ripristinare
lo stato di conduzione occorre nuo-
vamente un impulso di comando.

Si pud ugualmente far scattare
un tiristore facendo crescere la ten-
sione diretta ai suoi capi oltre la
tensione di rottura, ma generalmen-
te, una tale eventualith viene evitata
poiché vengono eliminate tutte le
possibilita di controllo, mentre ci
si assicura che la tensione applicata

Tensione inversa (V)

-8 ~& -4 -3 0

=13

. Corrente Inversa (mA) |

=
3
Y
)

Fig. 8 - Caratteristica tipica di un
zener.
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Fig. 9 - Caratteristiche di un tiristore.

resta inferiore alla tensione di rot-
tura della giunzione.

La fig. 10/a rappresenta schema-
ticamente la costituzione di un tiri-
store. Come si puo notare, il tiristo-
re & costituito essenzialmente da un
elemento p-n-p-n realizzato su una
piastrina di silicio. Il suo funziona-
mento si pud rappresentare in modo
semplice immaginando che esso sia
composto di due transistori, uno di
tipo p-n-p avente un guadagno « €
formato dagli strati PNp e laltro
n-p-n avente un guadagno o, e for-
mato dagli strati npN.

La giunzione J; sara quindi la
giunzione di collettore di ciascun
transistore. Quando la corrente cir-
cola nel senso diretto, come indica
la figura, Ji e J; sono ugualmente
polarizzati nel senso diretto, mentre
J. & polarizzato in senso inverso. Si
pud dimostrare quindi che la cor-
rente I & tale che:

Ico

1 — (a1l + a?2)

dove I ¢ la corrente di fuga della
giunzione ], polarizzato in senso
inverso. In queste condizioni, la
somma a; + o & piccola rispetto
all’'unita, e I & leggermente supe-
riore a L.

Quando si fa circolare una cor-
rente nella gate, la somma o + o
diventa uguale all’unitd per un bre-
ve istante, il valore di I rimane
unicamente limitato dalle resistenze
esterne e si ha un effetto di reazio-
ne: il tiristore passa allo stato con-
duttore.

Quando la tensione ai capi del
tiristore ¢ di polarita opposta (pola-
rizzazione inversa), le giunzioni J;
e ], sono polarizzati in_senso inver-
so e quindi non si ha pit leffetto
di reazione. Il tiristore si comporta
allora come un circuito aperto.

I tiristori sono generalmente fab-
bricati per diffusione: la fig. 10/b
rappresenta una piastrina completa.
Come si pud notare, partendo da
una piastrina di tipo n, si interpone
dapprima un accettatore (gallio)
tra le due superfici per formare una
struttura p-n-p.

Si interpone poi un donatore (fo-
sforo) nella parte di tipo p per
formare la struttura p-n-p-n com-
pleta.
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I contatti degli elettrodi principa-
li si effettuano sulle due superfici
estreme, mentre il contatto della
«gate» ¢ realizzato sullo strato cen-
trale di tipo p. Si trovano corren-
temente dei tiristori aventi una ten-
sione limite di circa 1500 V con
delle correnti oscillanti da 1 a
200 A.

Le correnti di scatto superano
raramente qualche milliampére.

IL TRIAC

I triac € una versione simmetrica
del raddrizzatore controllato, cioé
la caratteristica diretta e la carat-
teristica inversa possono essere co-
mandate tutte due e passare dallo
stato di interdizione allo stato di
conduzione.

In effetti si tratta di un interrut-
tore simmetrico comandato che puo
controllare una corrente alternata;
mentre un solo tiristore non puo
controllare che una corrente rad-
drizzata.

La fig. 11 rappresenta la dispo-
sizione schematica di un triac. Co-
me si nota si tratta di una struttura
n-p-n-p-n con un sistema di «gate»
disposto in modo tale che un im-
pulso positivo applicato al «gate»,
favorisce la conduzione nel senso
diretto quando I’anodo & positivo.

I1 rovescio, conduzione in senso
inverso, avviene quando alla «gate»
viene applicato un impulso negativo
e I’anodo & negativo.

Da cio6 si puo affermare che il
triac & formato da due tiristori mes-
si in parallelo, 'uno del tipo p-n-p-n
e l’altro del tipo n-p-n-p con un
terminale di comando in comune.

Vengono realizzati triac che con-
ducono fino ai 20 A, ma difficolta
tecnologiche dovute all’interazione
fra le due meta dell’insieme impe-
discono di superare, almeno per il
momento questo valore.

L’impiego del triac si sta svilup-
pando soprattutto nel settore indu-
striale in virtd delle sue particolari
prestazioni.

IL DIODO A QUATTRO STRATI

Il diodo a quattro strati &€ una
versione ridotta a soli due termina-
li del t_iristore.
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Esso non possiede alcun termina-
le di comando e la commutazione si
ottiene per supetamento della ten-
sione di soglia.

Quest’ultima ¢ strettamente con-
trollata: un normale diodo avra per
esempio una tensione di soglia ga-
rantita da un margine di 5 V a
65 V e potra sopportare una cor-
rente di 100 mA.

TRANSISTORE UNIGIUNZIONE

Questo dispositivo chiamato ori-
ginalmente «diodo a due basi» pos-
siede tre elettrodi di uscita, ma
solamente una giunzione p-n forma-
ta in modo da creare una zona di
resistenza negativa.

Questo tipo di transistore pud
dunque essere utilizzato per com-
mutazione oppure come oscillatore
a rilassamento.

La fig. 12 indica la struttura di
un transistore unigiunzione ed il
suo simbolo schematico.

I punti B e C rappresentano i
contatti ohmmici e la giunzione
p-n ¢ formata sulla regione di tipo
n. Quando la giunzione p-n ¢ pola-
rizzata in senso diretto. inietta nel-
la regione di tipo n, una grande
quantita di cavita, che scompaiono
nell’elettrodo C.

Ja T | +G

J2

Jy

|Ti

a) Rappresentazione schematica

Catodo

Gate

Anodo

b) Sezione della piastrina
dopo la diffusione

Fig. 10 - Struttura di un raddrizzatore
controllato al silicio.

Questa elevata densita di porta-
tori fa diminuire la resistenza della
zona E-C e di conseguenza diminui-
sce la tensione ai suoi capi, benché
la corrente aumenti.

Si ha dunque una zona di resi-
stenza negativa tra E e C, come
rappresenta la fig. 13.

Il transistore unigiunzione per-
mette di realizzare dei generatori
d’impulsi di estrema semplicita, vie-
ne frequentemente usato in unione
a raddrizzatori controllati.

FOTODIODI

Quando una giunzione p-n riceve
dell’energia luminosa, si & gia visto
che un fotone pud, in certe condi-
zioni, creare alcune coppie elettro-
ni-cavita supplementari.

Ne] diodo fotoconduttore, si ap-
plica una tensione inversa alla giun-
zione p-n e si misura la corrente
dovuta agli elettroni e alle cavita
supplementari creati dalla luce, che
si spostano in direzioni opposte.

La corrente di uscita € approssi-
mativamente proporzionale all’in-
tensita luminosa e inoltre si puo,
ad esempio, misurare la caduta di
tensione che si crea ai capi di una
resistenza di carico.

Nel diodo fotovoltaico, succede
I’opposto, se non si applica alcuna
tensione di polarizzazione al diodo,
i portatori liberi si diffondono
attraverso la giunzione e creano
una barriera di potenziale.

L’effetto di un irraggiamento lu-
minoso & quello di accrescere la
densita dei «portatori» che si dif-
fondono attraverso la giunzione.

Se si cerca di rendere molto sot-
tile la regione situata da un lato
della giunzione, essa viene rapida-
mente saturata, quindi appare una
tensione ai capi della giunzione e
una corrente attraversa tutto il ca-
rico applicato ai capi del diodo.

Questo ¢ il principio su cui si
basano in particolare le cellule sola-
ri che convertono in energia elettri-
ca lenergia luminosa proveniente
dal sole.

Come tutti sanno queste cellule
sono frequentemente utilizzate per
I’alimentazione dei satelliti artifi-
ciali.

In condizioni soleggiate, una cel-
lula solare normale pud erogare una
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sessantina di watt per metro qua-
drato.

FOTOTRANSISTORI

Un fototransistore non ¢ altro
che un transistore con giunzione
modificata in modo che la giunzio-
ne di collettore possa essere illumi-
nata.

La luce, attraversando la giun-
zione di collettore, provoca un au-
mento della corrente. Si lascia in
circuito aperto la giunzione di base
del fototransistore.

La corrente supplementare deve
attraversare la giunzione d’emettito-
re e apparire, amplificata, alla giun-
zione di collettore.

I fotodiodi e i fototransistori han-
no una piccola superficie attiva, la
quale li rende particolarmente a-
datti come indicatori di posizione.

Se la luce da rivelare copre una
determinata superficie, si pud con-
centrare a mezzo di un sistema ot-
tico convenzionale, ottenendo del-
le sensibilita elevate.

DIODI
ELETTROLUMINESCENTI

La ricombinazione dei portatori
minoritari iniettati in una giunzio-
ne p-n, libera dell’energia la quale
pud manifestarsi sotto diverse for-
me (in particolare sotto forma lu-
minosa) .

I diodi elettroluminescenti sfrut-
tano questi effetti utilizzando delle
giunzioni p-n speciali e pqlarizzate
in senso diretto.

Siccome l’energia emessa corri-
sponde quasi esattamente alla lar-
ghezza della banda vietata, la luce
prodotta € molto monocromatica;
la sua lunghezza d’onda dipende
dal materiale utilizzato. In pratica
sono i composti intermetallici III-
V che possiedono le caratteristiche
pit favorevoli.

L’arseniuro di gallio drogato con
zinco emette raggi infrarossi, men-
tre il fosfuro di gallio da una luce
rossa quando & drogato con ossige-
no e zinco, e una luce verde quando
¢ drogato con silicio e zinco.

La piastrina di un diodo tipico al-
I’arseniuro di gallio, di forma qua-
drata, misura 1,3 mm di lato e la
luce & emessa dal lato superiore.
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Con 1 V e 100 mA nel senso di-
retto, l’energia luminosa emessa €
di circa 50 uW alla temperatura
ambiente e cresce mano a mano
che la temperatura diminuisce.

Siccome questo effetto & legato
alla ricombinazione, 1’accensjone e
I’estinzione di questa sorgente lu-
minosa, possono essere molto rapi-
de; poiché si evitano le costanti di

Primo elettrodo
principale

di forma
anulare

Secondo elettrodo principale

Fig. 11 - Struttura di un (riac.

Emettitore

Fig. 12 - Struttura e simbolo di un tran-
sistore unigiunzione.

Corrente di emettitore (mA)

0 2 4 ) s 10

Tensione di emettitore (V)

Fig. 13 - Caratteristiche di un transistore
unigiunzione.

tempo associate al riscaldamento
del filamento di una lampada ad
incandescenza o alla ionizzazione di
un tubo a gas.

Nei modelli pitt recenti si & so-
stituito la piastrina normale con
un tipo a forma emisferica per evi-
tare le riflessioni interne e avere
un migliore rendimento ottico.

LASER A SEMICONDUTTORE

La luce emessa dal diodo elettro-
luminescente descritto in questo ca-
pitolo, non & coerente, vale a dire
che le polarizzazioni e le fasi delle
onde luminose emesse in differenti
punti della giunzione non sono cor-
relate.

Una grande parte dell’energia lu-
minosa ¢ emessa direttamente, ma
solo una frazione attraversa la giun-
zione e provoca per emissione sti-
molata un certo numero di processi
di ricombinazioni. Ora, i fotoni e-
messi per emissione stimolata sono
in fase con i fotoni primari.

Il segnale iniziale pud dunque es-
sere moltiplicato un gran numero
di volte prima di raggiungere 1’estre-
mita della giunzione, e se, inoltre,
si opera in modo che la quasi tota-
lita della luce non possa uscire, ma
sia riflessa e costretta ad attraversa-
re di nuovo la giunzione, si pud
ottenere una amplificazione consi-
derevole.

Questo ¢ il principio dell’effetto
laser; un diodo nel quale avviene
un tale fenomeno diventa un «la-
ser a semiconduttore»

Si sono realizzati dei laser a semi-
conduttore con numerosi tipi di se-
miconduttore, ma il pitt diffuso uti-
lizza una giunzione p-n formata
attraverso una diffusione di zinco
nell’arseniuro di gallio di tipo n.

Due facce di questo componente
sono otticamente lucidate e tali da
essere parallele tra loro e perpendi-
colari alla giunzione: la loro di-
stanza ¢ uguale ad un numero inte-
ro di semi-lunghezze d’onda della
luce emessa nel GaAs.

L’energia luminosa, & concentra-
ta su una piccola superficie che non
supera i 5 micron di lato, all’estre-
mita della giunzione si possono co-
si produrre delle densita di energia
molto elevate, attorno ai 10°W /cm?.

(continua)
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GIRADISCHI PROFESSIONALE

IL SERVO SISTEMA

La fig. 1 mostra un diagramma
semplificato del servo sistema in
c.a. incorporato in questo apparec-
chio. Poiche la velocita del motore
¢ proporzionale alla tensione appli-
cata, essa & controllata tramite la
variazione della tensione (EM).

Questo & possibile grazie ad una
serie di resistori RV.

In pratica, la serie dei resistori
RV ¢& sostituita dal circuito di diodi
a ponte e dall’impedenza colletto-
re/emettitore di un transistore di
potenza come illustrato alla fig. 2.

E da notare che il ponte determi-
na solo la direzione della corrente
che fluisce nel transistore di po-
tenza.

La velocita del motore & trasfor-
mata in segnale grazie ad un gene-
ratore di frequenza direttamente ac-
coppiato.

Il servo amplificatore compara
questo segnale con una tensione
continua di riferimento, e poi con-
trolla I'impedenza collettore/emet-
titore del transistore di potenza.

Qualsiasi errore nella velocita del
motore da luogo ad una correzione
della tensione ad esso fornita.
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OPERAZIONI DI PARTENZA

Quando l'interruttore d’alimenta-
zione viene chiuso, QO6 nel cir-
cuito di base di QO7, & interdetto.
Ne deriva che CB nel circuito di
collettore & caricato attraverso R10,
R11, R12, R13 e¢ R14 quando il
tasto 33 1/3 viene abbassato. E da
notare che R11 e R12 sono corto-
circuitate durante il funzionamento
a 45 giri/minuto. QO7 & messo in
conduzione quando C8 & caricato
alla sua tensione specifica. Si veri-
fica quindi la seguente condizione:
Q09 Q010 Q011 Q3 Q4 Q5 Qb6
OFF OFF ON ON ON ON ON
e una buona parte di tensione c.a.
¢ applicata al motore e questi inizia
a girare rapidamente.

CORRETTA CONDIZIONE
DI VELOCITA

Quando il motore inizia a girare,
il generatore di frequenza (FG) ge-
nera una tensione la cui frequenza
¢ proporzionale alla velocita del
motore. Poiche il generatore di fre-
quenza & accoppiato direttamente
all’albero del motore, esso trasfor-
ma la velocitd del motore in fre-
quenza.

SERVO AMP

E<EM + ER

Fig. 1 - Diagramma semplificato del ser-
vo sistema in c.a.

SERVO AMP

Fig. 2 - Schema pratico del servo siste-
ma incorporato nel piatto giradischi
PSE - 4000.
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When motor speed becomes faster.

When motor speed becomes slower.

Fig. 3 - Forme d’'onda di controllo del circuito di servo.

Amplificatore differenziale Q1, Q2

Q1 e Q2 formano un amplifica-
tore differenziale che amplifica il
segnale di ingresso FG al livello ri-
chiesto per il successivo circuito
limitatore.

E da notare che l'uscita & pre-
levata dal circuito collettore di Q1
e Q2, e portata poi allo stadio flip-

flop attraverso i diodi limitatori D1
e D2.

Diodi limitatori D1, D2

Questi diodi eliminano tutte le
variazioni di ampiezza del segnale.
Ciascun diodo conduce quando il
segnale che lo attraversa supera la
barriera di potenziale (0,6 V) in

Qr
Qs Qs

M-

from buffer
amg Q011

Qs Dsx

ac input

Fig. 4 - Circuito elettromagnetico di fre-
no.

condizione di avanzata polarizza-
zione.

Quindi, il segnale di uscita & li-
mitato a circa 1,2 V p.p.

Circuito Flip-Flop QO1, QO2

QO1 e QO2 formano un circuito
flip-flop che genera un’uscita qua-
drata in concordanza con il segna-

Integrated Circuit

VOLTAGE
CHANGE-
OVER BLOCK

To voltage
changeover

|
|
!
|
| block
}
|
|

VOL TAGE
DIODE SAW-TOOTH MPEN-: BUFFER AMP
DIFFERENTIAL CistiTen FLipFLOP | | BUFFER AMP saniaoi oL o || e
@_ AMP @1, Q2 5102 001, 062 Qo3, Go4, Q05 1 ( s E58 SATOR e,
+
- 5 speed
[_"J cantral L
c 3315 rpm F
ELECTRONIC
SWITCH [
08, 07, a6 RS A
e o
T o ey os
06 s
D% s2 3 : W05
e D3
il POWER P LOW PASS
Export Model RECoL ngg 1 FILTER
F———- ATOR 08 a3
|
|
|
| cnv2
|
I :D: Power Supply Section
| P
il [

Fig. 5 - Schema a blocchi.
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le trigger di ingresso (uscita del li-
mitatore).

L’uscita flip-flop & estratta dal
circuito di collettore di QO2 e poi _ st
portata agli stadi dell’amplificatore P @{) —i

tampone. o ’_H R ¢
= e
| 5 Iz

L) ey -
Invertitore di fase/tampone —_— = - 1 Jurhass luw_uu
QO03, QO04, Q05 . = {’””“ "

QO3, Q04 e QOS5 formano uno
stadio di amplificazione tampone.
E da notare che QO3 ¢ QOS5 sono
degli « emitter-followers » ma, QO4
agisce come un invertitore di fase. '

" General Expoit Model

08 j0D4
Qn 250885

(ELECTRONIC SWITCH)
ELETTROMC TWICH

Q7 25C633A

06 ZSCEXIA.
09 25C806A
{REGULATOR)

Q5 25A564
(0C AMP)

Circuito di differenziazione
C7, RO12

04 25CE33A

195 Ame|
w804
—
3
L2
'l
[
oo
=

a3
M2 CORe

J
DIO CDR2

& o ) G
FULL WAVE RECTIFIER

L’onda quadra che si trova in
uscita al circuito di emettitore di
QO5 ¢ trasformata in impulsi di
punta (spike) attraverso il circuito
differenziatore (formato da C7 e
RO12) per far scattare il successi-
vo generatore di impulsi a dente
di sega (QO5). ——————ir

Q3 2806534
| LW BEST PLTER)

&

D& 10D0S
i
1l

D9 28412

|l

243N

g

04,05 103005
e

Generatore di impulsi
a dente di sega
QOe6, CB, R11, R12, R13, R14

QO6 e i componenti RC (CB,
R11, R12, R13, R14) nel circuito ' ;
di collettore, formano un generato- |
re di impulsi a dente di sega.

. ==

E da notare che la frequenza dei =
denti di sega & determinata dalle
costanti di tempo RC del circuito |
di collettore. £l - ‘—l

8 -1
Comparatore di tensione |8 _+ |__
QO07, Q08 el N
, [ RN R

I denti di sega sono portati al . ([2g P - | ‘ ]
comparatore di tensione formato da | et g £ L ‘ P
QO7 e QO8. Nl d‘ lgm § M 3

QO8 ¢ polarizzato attraverso il e e ol * |
controllo FINE (R36 in parallelo I e I G ‘
con R34), R35 e¢ R37. Il flusso di g5l H =S
corrente in QO8 & regolato dal con- | €3 Fital =l S
trollo FINE (R36), che varia la N g T g B\ §
sua tensione fra base ed emettitore. ) - |7 @ ) \ 3
QO7 conduce solo quando la ten- | g2 5 Pl S
sione di base diventa maggiore del- 4 %% Y | e < BN £
la tensione dell’emettitore la quale i P Srm /| i S
¢ determinata dal flusso di corren- YL | : =
te in QO8. E da notare che la ten- = '%T,a R ©
sione dell’emettitore di QO8 serve 4 =

come tensione di riferimento.

MARZO — 1973 445



Facendo riferimento alla fig. 3, il
comparatore funziona come segue:
al tempo T1 un segnale a dente di
sega & applicato alla base di QO7.
Al tempo T2 la tensione alla base
di QO7 ¢ sufficiente per far si che
QO7 generi un impulso negativo.

E da notare che I’ampiezza del-
Pimpulso & determinata dalla forma

d’onda del segnale a dente di sega.

Invertitore di fase/ tampone
QO09, QO10, QO11.

Q09 e QO11 sono emitter follo-
wers e QO10 agisce come un inver-
titore di fase che fornisce un segna-
le impulsivo positivo agli stadi suc-
cessivi.

Filtro passa basso/
amplificatore tampone

L’amplificatore tampone Q3 ¢ la
rete RC formata da R16, C11, C12,
C13, R18, R19 e C14 comprendo-
no un filtro passa basso.

E da notare che questo stadio
agisce come un integratore che con-
verte gli impulsi positivi di ingres-
so in tensione continua proporzio-
nale all’ampiezza degli impulsi di
ingresso.

Amplificatori c.c. Q4, Q5, Q9

L’uscita c.c. del filtro passa bas-
so & applicata alla base di Q4. Poi-
ché Q4, Q5 e Q9 sono accoppiati
direttamente; una variazione nella
tensione di ingresso c.c. altera la
conduzione di Q9 che controlla la
tensione applicata al motore.

Servo operazioni

Quando la velocita del motore,
pet una causa qualsiasi, aumenta o
diminuisce rispetto al valore speci-
fico, il servo sistema funziona co-
me segue:

Facendo riferimento alla fig. 3
e presumendo che la velocita del
motore aumenti. La frequenza del
segnale in uscita del generatore FG
aumenta, dando luogo ad un inter-
vallo pilt breve tra gli impulsi del
generatore di denti di sega. Pit1 I'in-
tervallo tra gli impulsi & breve, piit
bassa & l’altezza d’onda del dente
di sega, che a sua volta contiene
una periodo « ON » piti breve per
il comparatore QO7.
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Quindi, la larghezza degli im-
pulsi d’uscita al circuito di emet-
titore diminuisce, riducendo la po-
larizzazione positiva su Q4.

Ne consegue che 'impedenza del
collettore emettitore di Q9 aumen-
ta, riducendo la velocita del mo-
tore.

Circuito elettromagnetico di freno

Questo circuito funziona solo
quando la velocita del motore au-
menta eccessivamente rispetto al
valore specifico che occorre nel-
I’istante in cui avviene il cambio
della velocita del motore da 45 a
33 1/3 giri/minuto.

Qe6, Q7, Q8

Q6, Q7, Q8 agiscono come com-
mutatori elettronici. Di solito, Q6
¢ incluso, Q7 e Q8 sono esclusi il
che non ha effetto sul funzionamen-
to del motore (vedere fig. 4). Quan-
do la velocita del motore aumenta
eccessivamente, il servo amplifica-
tore non fornisce nessun impulso di
controllo al regolatore di alimenta-
zione c.c. Q9 o Q6.

Ne consegue che Q6 & escluso,
Q7 e Q8 sono inclusi. Ora la cor-
rente fluisce attraverso Ls, D8, Q8

per ciascun mezzo ciclo della ali-
mentazione c.a. poiché Q9 & esclu-
so. Cid genera la forza controelet-
tromotrice che fa diminuire la ve-
locita.

Alimentazione
D10, D11, C15, C22, D9

I 12 V positivi occorrenti al si-
stema vengono forniti dal rettifica-
tore a onda piena composto da D10
e D11, dai condensatori filtro C15,
C22 e il diodo Zener D9.

Commutatore Selettore di velocita
S2, S3

La variazione della velocita viene
ottenuta cambiando la frequenza
del dente a sega come descritto pre-
cedentemente.

Poiché la frequenza del dente di
sega & determinata dalla costante
di tempo RC nel circuito collettore
di QO6; un commutatore selettore
di velocita & collegato in parallelo
con R11 e R12. Una costante di
tempo pitt breve da luogo ad un
aumento della velocita del motore
e viceversa. Cosi S2 e S3 sono apet-
ti quando il commutatore selettore
di velocita & in posizione 33 1/3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Velocita:
Trascinamento:

Wow e flutter (ponderato) :

33 1/3, 45 giri/minuto regolabile al 3%

diretto (motore calettato sull’albero)

meno dello 0,03% (RMS)

meno dello 0,07% (DIN 45507)

Rapporto segnale/disturbo (ponderato) : maggiore di 60 dB (JIS)
maggiore di 67 dB (DIN 45544)

Motore:
Consumo:
Alimentazione:

Dimensioni:

Scatola comandi

Peso:

Scatola comandi:

100, 120, 220, 240 V c.a. 50/60 Hz
563 mm (larghezza) x 212 mm (altezza) x 420 mm (profondita)

116 mm (larghezza) x 87 mm (altezza) x 66 mm (profondita)

servocontrollato in c.a.

circa 17 W

circa 18 kg
circa 0,4 kg
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a cura di L. BIANCOLI

UNA TELECAMERA
PER TELEVISIONE
SENZA CANNONE ELETTRONICO

(Da «Electronique Professionnelle»).

Sullo stesso numero della nota Rivista
francese rileviamo anche questo secon-
do articolo, che descrive in forma emi-
nentemente didattica un nuovo tipo di
telecamera, basato su concetti rivolu-
zionari.

Lo strumento nella sua versione spe-
rimentale comporta una piastra costitui-
ta da 13.568 cellule fotoelettriche dispo-
ste in due sezioni da 128 x 106, la cui
regione attiva misura mm 3 x 5. Essa &
ricoperta da una rete sottile di elettrodi
metallici paralleli, aventi uno spessore di
soli 9 p, separati gli uni dagli altri di
2 u.

L’immagine ripresa € approssimativa-
mente quattro volte meno sfuocata di
quella prodotta dalla camera di «visio-
fonia», ma nulla si oppone, almeno in
teoria, ad elaborare degli strumenti ca-
ratterizzati da una definizione ottica an-
cora migliore.

Tanto per fare un esempio pratico, al-
la figura 1 riproduciamo la fotografia
che accompagna il titolo dell’articolo,
nella quale in basso & visibile la nuova
telecamera, unitamente ad un originale
consistente in una fotografia applicata
su di un pannello di supporto. In alto,
¢ invece visibile il monitore, che ripro-
duce il soggetto fotografico: nonostante
I'inevitabile peggioramento dovuto ai
passaggi di stampa dell’illustrazione (fo-
tografia, riproduzione litografica, ecc.),
¢ indubbiamente evidente la notevole
nitidezza dell'immagine riprodotta.

L’articolo prosegue con una interes-
sante descrizione del metodo di fabbri-
cazione: la piastra fotosensibile della ca
mera, vale a dire il reticolo, & costituita
da una struttura di pastiglie integrate,
che non coprono che una superficie di
4,8 x 6 mm. Una faccia viene ossidata,
su essa vengono depositati per me-
tallizzazione degli elettrodi assai sottili
che delimitano una zona di 13.568 cel-
lule fotosensibili.

La. metallizzazione viene eseguita col
tungsteno, in quanto lo spessore di un
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Fig. 1 - Fotografia illustrante la struitura del nuovo tipo di telecamera senza can-

none elettronico.
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Fig. 2 - Struttura della superficie sensi-
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Fig. 3 - Accoppiamento di cariche appli-
cato ad una camera di televisione a mi-
crocomponenti semiconduttori.
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grano di questo metallo pud essere assai
ridotto, senza provocare l’effetto di e-
lettroemigrazione.

In particolare, la figura 2 rappresenta
la struttura vera e propria della pia-
stra. Per produrre un’immagine ripro-
ducibile attraverso un sistema televisivo,
viene sfruttato questo elemento fotosen-
sibile complesso, che — mediante un
adeguato sistema di esplorazione — de-
compone l'immagine in particelle assai
minute, che possono essere sfruttate se-
condo il sistema convenzionale per
ricostruire I’immagine attraverso un tubo
a raggi catodici.

La figura 3 — infine — rappresenta
lo schema di principio dell’accoppia-
mento delle cariche applicate ad una
camera televisiva a microcomponenti se-
miconduttori. Il componente fondamen-
tale di questo nuovo tipo di telecamera
¢ il dispositivo fotoelettrico, che — per
procurare delle immagini riproducibili
— sfrutta il sistema dell’accoppiamento
di cariche.

Una volta che sia stata concentrata su
di una piastrina di silicio ricoperta da
una rete di elettrodi estremamente sot-
tili, ottenuti come abbiamo visto per
metallizzazione con I’aiuto del tungsteno,
la luce riflessa dall’immagine «y» pro-
duce degli elettroni liberi che risultano
in quantitd maggiore nei punti in cui la
luce & pitt intensa, e viceversa.

Questi elettroni liberi si riuniscono in
gruppi in corrispondenza della supetfi-
cie, e sotto lelettrodo pilt positivo della
regione in cui essi vengono prodotti. Se
si diminuisce il potenziale elettrico dello
elettrodo che trattiene il gruppo di ca-
riche, aumentando quello dell’elettrodo
che segue, i diversi gruppi si mettono in
movimento lungo la superficie della pia-
strina al silicio. Essi passano al di sotto
del loro elettrodo di origine ed al di so-
pra dell’elettrodo seguente, e cosi via, da
un elettrodo all’altro, fino a raggiungere
I’estremitd della piastrina, dove viene

Fig. 4 - Questa fotografia illu-
stra U'aspetto frontale della cal-
colatrice elettronica da tavolo
descritta da Wireless World.

collegato il dispositivo elettronico (dio-
do semiconduttore) che li converte in
segnale video, riproducendo fedelmente
I'immagine ottica ripresa.

Ritornando per un istante alla fi-
gura 2, & facile rilevare che ogni terzo
elettrodo & collegato ad una linea co-
mune. La regione situata sotto ciascun
gruppo di tre elettrodi, costituisce una
fila di 106 cellule fotosensibili autono-
me, nelle quali vengono raccolte le ca-
riche.

Queste cellule vengono isolate le une

dalle altre, per tutta l’estensione della.

piastrina di silicio, mediante barriere di
diffusione di impuritd scelte convenien-
temente. Esse sono inoltre collegate ad
un circuito esterno mediante ventisei fili
conduttori saldati a dei terminali fissati
nella parte inferiore della piastrina.

Durante il funzionamento, un obietti-
vo focalizza I'immagine sulla piastra fo-
tosensibile di silicio. Sotto I’effetto del-
Iilluminazione ricevuta, il silicio pro-
duce localmente degli elettroni il cui nu-
mero ¢ dunque proporzionale al flusso
luminoso incidente, determinando cosi
la produzione del segnale.

L’articolo & corredato da altre illu-
strazioni che chiariscono meglio il prin-
cipio, per cui la sua lettura comporta
indubbiamente un notevole aggiorna-
mento tecnico in questo campo speci-
fico. (7210)

UN’ALTRA CALCOLATRICE
ELETTRONICA DA TOVOLO

(Da «Wireless World»).

La calcolatrice elettronica da tavolo
descritta invece da Wireless World rap-
presenta il risultato di una stretta col-
laborazione tra la nota Rivista inglese
e la Advance Electronics Ltd, che ha
progettato la macchina. L’articolo che
la descrive si divide in due parti. In
questa particolare occasione alla quale

.ci riferiamo, viene discussa l’evoluzione

delle calcolatrici a basso costo, dopo di
che vengono descritti i circuiti ed i prin-
cipi di funzionamento del dispositivo.
Nella seconda parte dell’articolo, pub-
blicata nel numero successivo, vengono
invece forniti tutti i dettagli costruttivi.

La figura 4 illustra l'aspetto della cal-
colatrice a realizzazione ultimata: come
¢ facile riscontrare, si tratta di un mo-
dello di piccole dimensioni, naturalmen-
te del tipo a lettura diretta, provvista
di un pannello disposto orizzontalmen-
te, recante tutti i tasti relativi all’impo-
stazione dei calcoli.

Nella parte superiore si nota una fine-
stra attraverso la quale i dati impostati
ed i risultati del calcolo vengono rappre-
sentati in forma numerica, dietro alla
quale & visibile un pannello forato, ne-
cessario per prevedere il raffreddamento
della sezione elettronica.

La calcolatrice & stata prevista per la
alimentazione mediante la rete a cor-
rente alternata, per cui contiene anche
la necessaria sezione di alimentazione.
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La figura 5 rappresenta lo schema a
blocchi della calcolatrice, mettendo in e-
videnza le funzioni principali che in es-
sa vengono svolte.

Il circuito integrato tipo TMS1802NC
di produzione della Texas Instruments
costituisce il cuore della calcolatrice. Si
tratta di un «chip» singolo al silicio,
avente una supetficie di 6,56 mm qua-
drati, contenente pitt di 6.000 transistori,
ed € una delle unitd integrate del tipo
LSI pits complesso che sia mai stato pro-
dotto impiegando le tecniche di lavora-
zione del silicio.

La figura 6 & un altro schema a bloc-
chi che illustra in particolare il «chip».
Il blocco di temporizzazione & costitui-
to da una struttura logica programmabi-
le: cid significa che sulla piastrina viene
distribuita in modo selettivo una strut-
tura di transistori, di tipo assai partico-
lare.

La funzione di questa unitd viene de-
cisa dalla disposizione dei transistori che
vengono depositati durante uno stadio
del processo di fabbricazione. In altre
parole, la funzione che la struttura svol-
ge viene definita dalla sottile maschera
di ossido usata dal secondo strato, e
questo & il motivo per il quale il dispo-
sitivo risulta programmabile.

Il blocco di temporizzazione contiene
diversi dispositivi, come ad esempio il
contatore principale ed i circuiti median-
te i quali si ottiene la produzione degli
impulsi di temporizzazione per la tastie-
ra e per il sistema «multiplex» di ripro-
duzione.

Un successivo paragrafo descrive la
struttura pratica della tastiera, dopo di
che PAutore si intrattiene sul sistema di
decodificazione e di pilotaggio di unita
di riproduzione.

Dopo aver chiarito la tecnica di
funzionamento delle unita di riproduzio-
ne numeri, e dopo aver fornito detta-
gliati ragguagli per quanto riguarda la
tecnica di impostazione di elaborazione
dei calcoli, con l'aiuto dello schema che
tiproduciamo alla figura 7, vengono
chiariti i sistemi coi quali vengono col-
legati tra loro due dei nove stadi di pi-
lotaggio delle cifre, ed anche due degli
otto segmenti che le costituiscono.

Tutti i dispositivi di pilotaggio sono
racchiusi in quattro circuiti integrati bi-
polari del tipo «dual-in-line». Le sezio-
ni di pilotaggio dei segmenti impiegano
due circuiti integrati del tipo CN5491,
ciascuno dei quali- contiene a sua volta
quattro circuiti «Darlington», in grado
di commutare una corrente di 40 mA,
con una caduta massima di tensione pa-
ri ad 800 mA.

Un altro breve paragrafo descrive il
generatore «Clock», il cui schema elet-
trico viene qui riprodotto alla figura 8:
questa unita & necessaria per pilotare i
circuiti integrati del calcolatore, ¢ consi-
ste in una struttura integrata ibrida a
pellicola sottile, che facilita notevolmen-
te la realizzazione, ed aumenta la sicu-
rezza di funzionamento: le sue misure
sono soltanto di mm 25 x 12 x 3,5. La
frequenza di funzionamento & di 250
kHz.
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Fig. 5 - Schema a blocchi della calcolatrice elettronica da tavolo, illustrante le
diverse sezioni principali.

»

Per quanto riguarda la sezione di ali-
mentazione, il cui schema elettrico viene
riprodotto alla figura 9, due rettifica-
tori a ponte collegati a due avvolgimen-
ti secondari separati dal trasformatore di
alimentazione forniscono gli ingressi di
due circuiti integrati che provvedono
alla stabilizzazione della tensione.

L’uscita del regolatore a 15 V & mu-
nita di un diodo zener e di un resistore
da 220 © in serie ai capi dell’uscita,
per fornire le due misure di +7,5 e
—17,5 V, riferite alla linea «zero» dei

Fig. 6 - Altro schema a blocchi che met-
te in evidenza la disposizione delle uni-
ta integrate che costituiscono la calco-
latrice elettronica descritta.

control programme
(pla) (r.o.m)
Y i - J
data ram.
timing 5 and
{p.lal arithmetic
fogic unit
an A keys Y
e
di:ﬁl:y output
keyboard (p.La)
coiculator
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SEGMENT
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I ! 1 e e [ 500

| | {;, : ; £
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timing
signal
outputs

DIGIT DRIVERS

Fig. 7 - Questo schema chiarisce in quale modo due dei nove circuiti pilota per le
cifre, e due dei circuiti pilota dei sette segmenti, vengono collegati tra loro.
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Fig. 8 - Schema elettrico del circuito integrato ibrido a pellicola sottile, che costi-

tuisce il generatore «clock».
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Fig. 9 - Schema elettrico dettagliato della sezione di alimentazione, che fornisce le

due tensioni simmetriche rispett,
tensione di +5 V, agli effetti
costituiscono la calcolatrice da tavolo.

circuiti integrati. Il secondo stabilizza-
tore fornisce invece una tensione di u-
scita di 45 V. Entrambi questi disposi-
tivi presentano un eccellente responso
ai transitori.

Agli effetti della protezione, occorre
precisare che se uno dei secondari del
trasformatore viene cortocircuitato, il
fusibile presente in serie al primario si
interrompe immediatamente. Grazie a
cio, la calcolatrice risponde alle esigen-
ze di sicurezza imposte in Inghilterra
per le apparecchiature destinate all’im-
piego negli uffici.

Come gia abbiamo premesso, la se-
conda parte dell’articolo, che viene pub-
blicata nel numero successivo della Ri-
vista, contiene tutti i dettagli costruttivi
della calcolatrice, e mette probabilmente
il Lettore in grado di realizzarla, dopo
aver naturalmente procurato tutto il ma-
teriale necessario (729).
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alla linea comune (+7,5 ¢ —7,5 V), nonché la
el funzionamento di tutte le sezioni integrate che

guides

helical path ot
tape around
head drum

Fig. 10 - Rappresentazione schematica
del principio di funzionamento della
scansione elicoidale per il nastro ma-
gnetico del registratore video.

IL REGISTRATORE VIDEO
DI TIPO DOMESTICO

(Da «Wireless World»).

Da quando si & sentito parlare per la
prima volta della possibilita di registra-
re direttamente in casa immagini ripre-
se direttamente tramite una telecamera,
oppure interi programmi televisivi, 1’ar-
gomento ha destato un interesse talmen-
te acceso che la stampa mondiale si &
interessata diffusamente ad esso, sia con
la descrizione dei principi tecnici rela-
tivi, sia con la descrizione delle apparec-
chiature fino ad ora realizzate, e gia
messe in commercio da diverse Fabbri-
che.

Anche la Rivista inglese alla quale ci
riferiamo, di cui abbiamo recensito il
precedente articolo, si occupa in questa
occasione di questo interessante argo-
mento, con la descrizione di alcune uni-
ta per la registrazione video a nastro
magnetico funzionanti a cartucce, attual-
mente disponibili in commercio al prez-
zo di circa 300 sterline.

Si tratta di un’apparecchiatura pro-
dotta dalla British Radio Corporation,
definita come registratore video a cartuc-
ce a colori modello 8200, che viene ven-
duta al prezzo di 285 sterline senza
cartuccia, e che € gia disponibile anche
per il noleggio ad un prezzo analogo
a quello col quale viene concesso in no-
leggio un televisore a colori da 26 pol-
lici, ossia con un compenso di 96 ster-
line all’anno.

Attualmente, questo registratore video
¢ disponibile soltanto per le comunita
di varia natura, come ad esempio le
scuole, i collegi, gli stabilimenti indu-
striali, gli ospedali, ecc., attraverso una
altra organizzazione associata che fa
parte del gruppo Thorn.

Cid che rende questa apparecchiatu-
ra il probabile archetipo dei futuri re-
gistratori domestici & il fatto che si trat-
ta di un dispositivo funzionante a car-
tucce, per cui il funzionamento risulta
assai pitt semplice che non quello dei re-
gistratori a bobina aperta. Inoltre, esso
impiega le ben note ed economiche car-
tucce prodotte dalla Philips.

La figura 10 rappresenta il principio
della scansione elicoidale adottato nel
dispositivo. Il nastro passa intorno alla
testina a tamburo secondo un percorso
elicoidale, per cui le testine rotanti trac:
ciano il percorso magnetico secondo una
direzione trasversale rispetto al nastro

La questione della compatibilita & as-
sai controversa. Infatti, un registratore
video di tipo standardizzato deve con-
templare non soltanto gli standard di
registtazione, ma anche quelli dimensio-
nali, in modo da consentire indifferen-
temente l'impiego e la riproduzione d:
cartucce registrate su altre apparecchia-
ture.

Sotto questo aspetto particolare, il
registratore al quale ci riferiamo & stato
progettato in osservanza alle attuali esi-
genze.

La figura 11 — infine — mette in evi-
denza la particolare possibilitd di im-
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piegare il registratore Sony tipo VO-
1700, funzionante con un nastro da 3/4
pollici di larghezza, e di usare un rice-
yitore a colori del tipo Trinitron, come
monitore.

Le possibili caratteristiche standardiz-
zate dei registratori video di tipo dome-
stico risultano automaticamente divise
in due gruppi, ¢ precisamente quello
basato sul sistema delle 625 righe e
50 campi (PAL) e quello basato invece
sulle 525 righe con 60 campi corrispon-
dente allo standard americano N.T.S.C.

Esiste perd una ulteriore divisione
per quanto riguarda la qualita delle tra-
smissioni, che comporta maggiori costi
delle apparecchiature, e che ¢ riferita a
livelli qualitativi pilt elevati, nella ca-
tegoria semi-professionale.

Per concludere, oltre a descrivere le
caratteristiche principali dei modelli at-
tualmente disponibili in commercio, lo
articolo fa un po’ il quadro generale
della situazione, e conclude effermando
che in una prossima occasione verranno
pubblicati altri dettagli analitici sulle
tecniche e sui sistemi usati per realizzare
in veste commerciale apparecchiature di
registrazione video adatte ad impieghi
a carattere domestico (729).

SEMPRE PIU’ PICCOLO
(Da «Practical Wireless»)

La tecnica elettronica, grazie agli svi-
luppi conseguiti nel campo della minia-
turizzazione, ha notoriamente consen-
tito di realizzare sia in forma sperimen-
tale, sia in forma commerciale, ricevitori
radio di dimessioni sempre piu ridotte
e compatte, che hanno raggiunto anche
quelle del normale pacchetto di siga-
rette, per cui & possibile tenerne uno co-
modamente in tasca, senza che costitui-
sca un ingombro apprezzabile e fasti-
dioso.

Occorre perd precisare che le dimen-
sioni di questi piccoli ricevitori, se da
un canto possono essere considerate ve-
ramente esigue, dall'altro impongono
contemporaneamente un peso che non
pud essere considerato veramente tra-
scurabile, cosl come non & trascurabile
a volte neppure il peso di un normale
accendisigari.

Era quindi logico che si compissero ul-
teriori sforzi per ridutre maggiormente
le dimensioni del ricevitore tascabile, in
modo da renderle ancora pill accetta-
bili.

Sotto questo aspetto, larticolo pub-
blicato dalla nota Rivista inglese descri-
ve una realizzazione assai interessante,
che perd parte dal presupposto che —
per ridurre ulteriormente le dimensioni
ed il peso del ricevitore tascabile — &
necessario sacrificare una delle caratte-
ristiche pitt importanti che costituiscono
il pregio dei piccoli radio-ricevitori. Ci
tiferiamo alla riproduzione in altopar-
lante, che viene in questo caso sostituita
dalla riproduzione mediante auricolare,
collegato all’apparecchio mediante un fi-
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Fig. 11 - Impiego del registratore Sony tipo VO-1700, impiegante un nastro da 3/4
pollici, con un ricevitore televisivo a colori Trinitron funzionante come monitore.
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Fig. 12 - Schema elettrico completo del piccolo ricevitore miniaturizzato, descritto

sulla rivista inglese Practical Wireless.

lo flessibile a treccia, come quello che
viene normalmente usato nelle protesi a-
custiche di tipo tascabile.

La figura 12 rappresenta lo schema
elettrico del ricevitore, impiegante un
circuito integrato del tipo ZN414. All'in-
gresso di questo circuito integrato vie-
ne applicato il segnale della emittente
ricevuta, sulla quale la sintonia viene
effettuata mediante la bobina L1, che a-
gisce anche da antenna, ed il condensa-
tore variabile VCI1, in parallelo alla pri-
ma in modo da costituire un circuito ri-
sonante in parallelo.

/\ Adhesive tape
5 Last turn
< ‘ trapped
in tape

Q0 turns of 32 swg
enamelled copper wire

Fig. 13 - Struttura della bobina di sin-
tonia, che agisce anche da antenna in
ferrite.
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Tutte le funzioni di amplificazione ad
alta frequenza, rivelazione ed amplifi-
cazione di bassa frequenza vengono com-
piute dal circuito integrato, provvisto di
tre soli terminali, ossia di un terminale
di ingresso, di un terminale di massa, e

To underside

b di un terminale di uscita, al quale deve
essere anche applicato il potenziale po-

vC1 sitivo della tensione di alimentazione.
@ Il ricevitore comporta complessiva-

mente otto componenti elettronici, oltre
ad un raccordo di uscita, per il colle-

N — gamento dell’auricolare tramite spinotto

1l ) _D a «jacks. Inserendo lo spinotto per con-

C1 — = sentire l'ascolto viene contemporansa-

T T . ., mente collegata al circuito la batteria di
CNMEIENER ) 2 g oo s | Sidols a5 bt
| (il ! del microricevitore illustrante modo la necessitd di aggiungere un in-

la posizione di tutti i com- terruttore. Inoltre, dal momento che la

ponenti. potenza di uscita & ovviamente limitata,

si & rinunciato anche all’impiego del po-
tenziometro per il controllo del volume.

La figura 13 illustra la struttura della
bobina di sintonia, costituita da novanta
spire di filo di rame smaltato del dia-
metro 0,27 mm, avvolte su di un nu-
cleo di ferrite del diametro di 6 mm, e
della lunghezza di circa 40 mm. La
figura 14 ¢ un disegno che riproduce la
disposizione di tutti i componenti allo
interno della scatoletta, mettendo in evi-
denza sia la posizione della bobina, sia
quella del condensatore variabile del
tipo a compensatore, sia infine quella del
raccordo di uscita, e degli altri compo-
nenti di minori dimensioni.

Per concludere, la figura 15 & una
fotografia che riproduce Iinterno dello
apparecchio, e fornisce in modo pitt ade:
guato tutti i dettagli relativi alla posizio-

Fig. 15 - Fotografia del piccolo ne dei_ componenti, gia illustrati nel dise-
ricevitore, nella quale risultano gno di figura 14. In entrambe le due ul-
maggiormente evidenti i com- time figure si nota in un angolo nello
ponenti principali, nel loro aspet- mvolqcro il dischetto che rappresenta la
to reale. batteria di alimentazione, costituita da

un elemento al mercurio tipo Mallory
MP675 H, la cui autonomia & piti che
sufficiente, grazie al ridottissimo consu-
mo da parte del ricevitore.

Per fornire infine una tipica idea agli
effetti dell'impiego pratico di questo rice-
vitore assai originale, la figura 16
rappresenta l'applicazione all'anello di
un portachiavi, mettendo cosl in maggio-
re evidenza le ridottissime dimensioni
del ricevitore, la cui lunghezza non su-
pera quella di una normale chiave di
tipo moderno.

In sostanza, l'intera apparecchiatura,
nonostante la presenza del comando di
sintonia su di un lato, non comporta un
ingombro assai maggiore di quello di
una scatola di cerini, per cui — nono-
stante la necessita di ascoltare le trasmis-
sioni esclusivamente attraverso I'aurico:
lare — costituisce un vero e proprio og-
getto utilitario, che pud risultare pre-
zioso in numerose occasioni: soprattut-
to (e questo interessa in particolare gli
sportivi), quando si desidera seguire la
radiocronaca di un incontro sportivo, -
ad esempio al cinema, al ristorante, in
salotto, o in qualsiasi altro locale pub-
Fig. 16 - Esempio di sfruttamento delle minime dimensioni di questo ricevitore, per blico, senza arrecare disturbo al pros-
completare un comodo ed utile portachiavi. simo. (713)
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a cura di P. SOATI

—l
In considerazione dell’elevato nu-
mero di quesiti che ci pervengo-
no, le relative risposte, per lettera
o pubblicate in questa rubrica ad
insindacabile giudizio della reda-
zione, saranno date secondo Vor-
dine di arrivo delle richieste
stesse.

Sollecitazioni o motivazioni d’ur-
genza non possono essere prese in
considerazione.

Le domande avanzate dovranno
essere accompagnate dall’importo
di lire 3.000* anche in franco-
bolli a copertura delle spese po-
stali o di ricerca, parte delle quaii
saranno tenute a disposizione del
richiedente in caso non ci sia pes-
sibile dare una risposta soddisfa-
cente.

Per gli abbonati l'importo ¢
ridotto a lire 2.000. |

Sig. VICENTINI M. - Genova
Antenna multibanda per radioamatori

Una fra le migliori antenne multiban-
da, per le gamme 10, 15 e 20 m e senza
altro il modello della HY-GAIN,
TH6DXX, a sei elementi, Super
THUNDERBIRD DX nella quale sono
impiegate le trappole di nuova concezio-
ne «HY-Q». Il guadagno & superiore ai
9,5 dB (con un guadagno medio di 8,7
dB). Il rapporto avanti-indietro & di
25 dB.

Questo tipo di antenna, che é il
strata in figura 1, permette di conseguire
un rapporto di onde stazionarie (R.O.
S.) migliore di 1,5 : 1 su tuite le tre
le gamme. L'impedenza & di 52 £

La TH6DXX pud essere collegata ad
TX con potenza di uscita di 1 kW in
AM e 2 kW PEP.

Per accoppiare una linea sbilanciata
a 52 Q) con un sistema di antenna bilan-
ciato pud usare il BALUN HY-GAIN
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ilettori
ci serivono

Fig. 1 - Antenna multigamma ad altissimo guadagno HY-GAIN, Super Thunderbird
DX modello TH6DXX a sei elementi per le gamme 10, 15 e 20. In vendita esclusiva-

mente presso la G.B.C. Italiana.

modello BN86, di cui alla figura 2, il
quale ha una larghezza di banda conti-
nua da 3 a 30 MHz.

Le antenne e gli altri componenti del-
la HY-GAIN sono reperibili presso i
punti di vendita della organizzazione
G.B.C. Italigna.

Sig. FEDELI G. - Roma
Fibre ottiche

Una ditta specializzata nella costru-
zione delle fibre ottiche, e relative ap-
plicazioni, ¢ la SOVIS il cui indirizzo &
il seguente:

Société de Verrerie Industrielle et Scien-
tifique, Division Optique Industrielle et
Scientifique, B.P. n. 1, Tel. 12, Telex
69.054 - Soviglas Jouar 77 - LA FERTE
s/s JOUARRE (Francia), alla quale pud
rivolgersi a nostro nome per chiarimenti.

Fig. 2 - Balun Hy-Gain modello BN86
per accoppiamento di linee sbilanciate
con linea bilanciata per l'intera. gamma
3 -+ 30 MHz, anch’esso reperibile pres-
so i punti di vendita della G.B.C. Ita-
liana.
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Fig. 3 - Carta della copertura del terzo
canale TVC francese prevista per il
1° luglio 1973.

Sig. MARTINI G. - Savona
Sig. MASSA G. - Livorno

Emissioni TVC francesi

Oltre i due suddetti lettori, altri ci
hanno scritto per avere notizie circa la
apertura in Francia di un terzo canale
per la emissione di immagini televisive
a colori.

Effettivamente con il 31 dicembre 1972
PO.RT.F. ha iniziato ad irradiare un
terzo programma di TVC la cui coper-
tura per ora é limitata ad alcune regioni
del Nord.

Come mostra la cartina di figura 3, la
copertura prevista per il mese di Gen-
naio 1974 si estende anche verso il sud
per cui alcune stazioni molto probabil-
mente saranno ricevibili anche in Italia.
La situazione, per noi, migliorera ulte-
riormente il 1° luglio 1974 ed ancor pii
nel mese di dicembre dello stesso anno,
come indica la cartina di figura 4.

I canali usati sono piuttosto alti: ad
esempio il canale 75 per Parigi, 67 per
Bas-Rhin, 94 per Val-de-Marne e cosi
via.

Comungque non mancheremo di infor-
mare i lettori non appena saranno in-
stallate delle nuove stazioni ricevibili in
Italia,

Sig. BALDI G. - Bologna
Specialisti marina da guerra

Per essere in grado di dare una rispo-
sta al suo quesito sarebbe stato oppor-
tuno conoscere quale é la sua etd ed il
titolo di studio in suo possesso. Comun-
que faro del mio meglio per rispondere
al suo quesito che molto probabilmente
interessera altri lettori.

Dal corso normale dell’Accademia Na-
vale di Livorno escono tanto gli Ufficiali
del Corpo di Stato Maggiore quanto
quelli dei Corpi Tecnici delle Armi e del
Genio Navale.

Il corso, della durata di 4 anni, com-
prende un biennio propedeutico di in-
gegneria (1° e 2" classe) ed un biennio
di applicazione (3 e 4° classe). Al ter-
mine del 4° anno i guardiamarina rag-
giungono la destinazione di servizio
mentre i sottotenenti dei Corpi Tecnici
sono avviati alle Universita per ultimare,
con spese a carico della Marina, gli stu-
di per il conseguimento della laurea.

Informazioni in merito potri chiederle
direitamente al Comando Accademia
Navale, 57100 Livorno, precisando an-
che l'eta ed il titolo di studio conse-
guito o che intende conseguire,

Per quanto concerne invece Iarruo-
lamento fra gli specialisti, sempre della
marina militare, é richiesta et minima

Fig. 4 - Carta della copertura del terzo
canale TVC francese prevista per il
1° gennaio 1975. Come si vede & co-
perta anche la Costa Azzurra,
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di 16 anni e come studio minimo la li-
cenza elementare. L'arruolamento pud
avere la durata di 3 oppure 6 anni in
molte specialita fra le quali quelle che
maggiormente possono interessarla sono
le seguenti: Elettricisti, Elettromeccani-
ci, Radaristi, Radiotelegrafisti, Telegrafi-
sti, Tecnici elettronici.

Eventuali informazioni sui corsi C. E.
M. M. possono essere richieste diretta-
mente al Ministero Difesa Marina, Ma-
ripers, Div. 1° Sez. 2* - 00100 Roma.

Sig. ROSSINI G. - Milano,
Sig. PERRUCIO S. - Siracusa

Cercametalli professionali

Riportiamo qui di seguito l'indirizzo
di alcune ditte americane che fabbricano
apparecchi per la ricerca dei metalli nel
sottosuolo indicando anche il costo in
dollari di alcuni modelli:

D.Tex Electronics, P.O. Box 451 - Gar-
land TX 75040

Tipi professionali con bobina da 6”7 e
12” al costo di dollari 229.50.

Fisher Research Labs, Palo Alto,
CA94303:

Metalaert 70, bobina da 11”7 dollari
158,50.

Gardiner Electronics Co, Inc, 4729 N,
Seventh Ave. Phoenix, AZ-85013
Modello 190 bobina da 117 dollari
210,00 modello 200 dollari 115,00.

Garret Electronics, 2814 National Dr.
Garland TX 7504.

Hunter con bobina da 5 dollari 229,50.
Lo stesso prezzo hanno i modelli con bo-
bine da 8’ e 12”.

Jetco Electronic Ind, P.O. Box 26669,
El Paso TX 79929.

Hawlk 990 con bobine da 6” o da 12"
dollari 189,50.

Reico Ind. P.O. Box 10839, Houston,
TX 77018.

Modelli Frontiersman da 6”7 ¢ 127, dol-
lari 129,50.

White’s Electronics Inc. Pleasant Valley
Rd. Sweet Home, OR 97386.

Modelli 66T da 7 1/2” e 117 dollari
269,50.

Queste ditte [abbricano oltre a questi
apparecchi, che sono adatti anche per
la ricerca di tesori, altri apparecchi per
ricerche geologiche, Ad esempio la Whi-
te Electronics produce dei sensibilissimi
magnetometri il cui costo si aggira sui
650 dollari. La figura 6 si riferisce ad un
apparecchio di questo genere.

Sig. FATTORI D. - Torino
Multimetro PM2403

Il multimetro elettronico PM 2403, del-
la Philips, permette di effettuare le se-
guenti misure: tensioni continue da 100
mV a 1000 V in 9 gamme. (resistenza da
20 MS. a 100 mV a 10 MQ nelle altre
gamme). Tensioni alternate: da 100 mVy
a 1000 V in 9 gamme da 25 Hz a 25
kHz. Correnti continue da 1 pA a 1 A
in 12 gamme. Correnti alternate da 1 wA
a1 A in 12 gamme. Resistenze: da 1 )
a 50 MS) in scale da 10 £, 100 €, 1 kL,
10 kQ, 100 kQ, 1 MXQ.
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Fig. 5 - Uno specialista della Marina
Militare durante il corso preparativo.

L’apparecchio (figura 7) puo essere
dotato del probe PM 9240 che permette
di effettuare misure di tensione fino a
30 kV e di shunt per misure di corren-
te fino a 10 e 30 A.

Sig. FANCIULLI M. - Grosseto
Stazioni di radiodiffusione

Le stazioni udite nelle frequenze co-
municatemi non appartengono alla Cina
Popolare bensi all’isola di Formosa cioé
Taiwan da qui é nato l'equivoco circa
le QSL non ricevute.

Non ci risulta che su 5450 kHz tra-
smetta una stazione di Hong-Kong; non
¢ perd da escludere che Lei abbia rice-
vuto la decima armonica della stazione
ad onde medie che irradia sulla frequen-
za 545 kHz e con una potenza di 25

TRANBISTOR RADIO

TAL BOX WITH
PEN BOTTOM

RADIATED FLUX FIELD

Fig. 6 - Diagramma operativo di un sistema per la rivelazione di masse metalliche
o ferrose nel sottosuolo per scopi geologici mediante I'uso di sorgenti ad alta

frequenza.

Fig. 7 - Multimetro Philips modello PM
2403 per la misura delle tensioni e del-
le correnti continue ed alternate, e delle
resistenze.

kW, bollettini anche in lingua inglese.
In buone condizioni di propagazione una
componente armonica di pochi watt puo
giungere infatti a notevole distanza.

La rubrica QTC in linea di massima
viene preparata tre mesi prima la sua
pubblicazione; pertanto non ci & possibi-
le dare delle notizie tempestive circa le
variazioni dello spettro radiofonico, co-
munque faremo del nostro meglio per
dare le notizie di maggiore importanza
per i SWL.

L’emittente udita su 11890 kHz (si
& anche spostata su 11892 e 11894 kHz)
¢ installata a Lusaka nello Zambia e la-
Zora con una potenza superiore ai 150

w.

Sig. MAISTO F. - Barletta
Miscelatori ¢ demiscelatori TV

I miscelatori e i demiscelatori sono dei
componenti che hanno avuto un notevole
sviluppo con Pavvento del secondo cana-
le UHF. Essi infatti consentono la me-
scolazione di due segnali uno VHF e lo
altro UHF (od anche di due segnali
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Cavo

VHF { Miscelatore dei due canali TV/,
UHF } uno TV/VHF l'altro TV/UHF Dm

TV/UHF  TV/VHF
)
)

Demiscelatore dei due canali TV,
uno TV/VHF, laliro TV/UHF

TV[UHE

i

Linea bifilare

TVIVHF

Fig. 8 - Schemi di principio di un circuito miscelatore, a sinistra, ¢ di un circuito

demiscelatore, a destra.

8 C

-

-I—L
-

Fig. 9 - Rappresentazione schematica di
un’antenna a dipolo in mezza onda. Le
due sezioni AB e CD sono lunghe, cia-
scuna un quarto d’onda.

Fig. 10 - Indicatore e registratore grafi-
co della LSI per collaudi termici di
macchine ed impianti e dei sistemi di
regolazione della temperatura. Esso per-
mette la registrazione simultanea di sei
misure,

456

VHF oppure segnali OC/VHF e cosi
via) ed il loro convogliamento su di una
linea di discesa la quale ovviamente de-
ve avere delle caratteristiche tali da
produrre le mmime perdite possibili.

Il componente noto con il nome di
miscelatore é collegato in prossimita del-
le antenne; al suo ingresso dovranno es-
sere collegate le due linee che scendono
rispettivamente dall'antenna VHF e dal-
l'antenna UHF mentre all'uscita si col-
leghera un'unica linea di discesa.

La linea di discesa in prossimita del
televisore viene collegata al demisce-
latore che permette di ottenere nuova-
mente la separazione dei due segnali
convogliandoli ai morsetti di ingresso
VHF e UHF del televisore.

Pertanto al demiscelatore giunge in
ingresso un'unica linea di discesa mentre
in uscita si hanno due distinti collega-
menti: quello VHF e quello UHF.

Lo schema di principio di un misce-
latore e di un demiscelatore & mostrato
in figura 8.

Nei componenti di buona qualita la
perdita si aggira dal 10 al 15% sul va-
lore del segnale UHF e del 5% sul ya-
lore del segnale VHF per tutto il siste-
ma miscelatore-demiscelatore.

E’ consigliabile installare il miscela-
tore nel sottotetto o in un posto che
sia facilmente accessibile.

Il demiscelatore puo essere installato
sul retro del televisore.

Nelleffettuare la scelta dei suddetti
due componenti occorre tenere ben pre-
senti | due valori d’impedenza dellg li-
nea che proviene dalle antenne e quel-
la d’ingresso del televisore.

Sig. M. C. - Torino
Semplice antenna per i 27 m.

Il tipo piix semplice di antenna oriz-
zontale é rappresentato da un dipolo in
mezza onda la cui forma & illustrata in
figura 9. Questo tipo di antenna @ co-
stituita da due conduttori uguali AB =
= CD ognuno dei quali ha una lunghez-
za pari ad un quarto della lunghezza di
onda. La linea di alimentazione dovré
essere collegata fra i punti B e C che
saranno separati fra loro di pochi cen-
timetri.

Ovviamente questo tipo di antenna &
prevalentemente bidirezionale poiché la
massima_energia viene ricevuta o irra-
diata nel piano perpendicolare ad A-B-

Le dimensioni devono essere calcola-
te applicando le seguenti formule:

v 3 . 10"
)\, = — = —

f

in cui \ = alla lunghezza d’onda espres-
sa in centimetri, v = velocita delle on-
de em in centimetri al secondo, f = al-
la frequenza espressa in hertz.

Per ragioni di praticita per le frequen-
ze alte si usa Uespressione:

300

f
in cui la lunghezza d’onda & espressa in
metri, la velocita delle onde em in me-
gametri e la frequenza in megahertz.
Desiderando percid calcolare la [un-
ghezza di ciascuna sezione di unanten-
na di queste tipo adatta u funzionare
sulla frequenza dei 27 MHz si procede-
ra nel seguente modo:

300
= — = 11,11 m
27
11,11
dalla quale avremo che \j4 —
4

= 278 m

il cui valore dovra essere moltiplicato
per la costante fissa di 0,95 e cioe AB —
=CD = 095 x 2,78 = 2,64 m.

Sig. MAESTRI M. - Roma
Registratore grafico della temperatura

La figura 10 si riferisce all'indicatore
registratore grafico modello RC costruito
dai Laboratori di Strumentazione Indy-
striale di Milano per collaudi termici di
macchine e impianti ed in particolare
per il controllo dei sistemi di regolazio-
ne di temperatura. Esso consente di effet-
tuare sei registrazioni simultanee con
tolleranze ristrette in un campo molto
ampio di temperatura, in connessione
a termocoppie di qualsiasi tipo e a
qualsiasi distanza.

Sono previsti due modelli distinti: uno
per connessione con termocoppia Fe-Cost
con campo di misura da 0 a +600 °C
ed uno per connessione con termocop-
pie NiCr-Ni con campo di misura da 0
a 41250 °C.

Lintero campo di misura é suddiviso
in cinque scale commutabili. E’ inoltre
prevista una scala in mV (0 + 10 mV)
per segnali di ingresso aventi particolari
caratteristiche.

L'assenza di comandi di taratura ren-
de molto semplice I'uso dell ‘apparecchio
il quale presenta fra l'altro le seguenti
caratteristiche particolari: circuiti di mi-
sura amplificati, compensazione auto-
matica del giunto freddo, sei campi di
misura commutabili indipendentemente
per due terne di termocoppie, eventuale
allarme di massima o di minima.

L'errore statico é di + 1%, la ripro-
ducibilita di 50 wV/10 °C di variazione
della temperatura ambiente.
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Continuiamo in questo numero
la pubblicazione, iniziata sul
numero 1/73, di una serie

di tabelle di equivalenza

fra semiconduttori di di-

versa fabbricazione e semicon-
duttori di produzione Philips.

EQUIVALENZE
E DATI TECNICI
DEI SEMICOND

A B c D E F - Osservasion} sul

' Cootenitore Datl tecnici del tipi riportati vella prima colonna corrispondente Philipe

| Tipo : Costruttore :i::lr'llpondenle M Prot vcBo | VYCEO IC(AY) hFE T

| P : (VCER) | (cw) (hfe) Content - lFalore |valore

W) v) v) (A) (MHz) | tore jnferiore [superiore

BC 352 PN BC 308 vI/A (T0~92) K| 0,3 25 20 Oyl 40-370 200 SOT-30 EF BC
BC 354 N | M {BC 238 A/B) T0-92 K| 0,31 30 25 042 63-630 200 S0T-30 ACD EF
BC 355 PIM {(BC 308 v1/B) | TO-92 K 0,31 30 25 (1% 63-370 200 S0T-30 ADEF
8C 357 ' PIM BC 308 ¥0-92 K| 0,31 25 25 Oyl 100-500 200 AF B
BC 360 -6 Pl 2N 2904 T0-39 M| 0,8 40 40 045 40- 100 A BO
8C 360 -10 PI1 2N 2905 T0-39 M| 0,8 40 &0 045 63- 160 & BDE
BC 360 ~16 Pl1I 2N 2;05 T0-39 M| 0,8 40 40 0:5 100-250 L) | 80
BC 361 -6 PIIRT 2N 2904 A T0-39 M| 0,8 60 &0 045 40-100 A o
BC 381 -10 Pl1 2N 2905 A TO-39 M| 0,8 60 60 045 63-160 A DE
BC 370 Pl A (8C 328) T0-18 M| 0,375 20 20 045 50-500 150 T0-92 OF ABCE
BC 377 N|a (BC 337) T0-18 M| 0,375 50 45 1 75-500 200 co AB
BC 3738 N|[a (BC 338) Jo-18 M| 0,375 30 25 1 75-500 200 T0-92 oF AE
BC 381 Pl TI BC 328 SOT-30 K| 0,625 40 25 0y2 60+ = T0-92 AB DE
BC 382 N | TI BC 414 A/B SO07T-30 K| 0,3 50 45 041 100-850 150 EF
BC 283 N | Tl B8C 413 B/C SOT-30 K| 0,3 45 a0 0.1 100-850 150 EF
BC 384 N | TI BC 413 B SOT-30 K| 0,3 45 30 0,1 250-450 150 F
BC 385 N | TI BC 237 (SOT30) K| 0,3 &5 &5 0y 1 125-500 150 BF
BC 386 N | TI BC 238 1{SO0T30) K| 0,3 30 20 Ol 125-900 150 F
BC 387 N M {BC 337) T0-92 M| 0,31 35 30 Dyt 40-300 390 nF ABCE
BC 388 PIM {BC 327} T0-92 M| 0,31 26 30 L+FY-] 40-300 260 DF ABCE
BC 397 PlHIE (BC 161-6} T0-5 M| 0,7 50 50 : A 20+ - ' BCE
8C 398 N |F {BC 141-6) T0-5 M| 0,8 60 50 4 20+ = cE
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A B C D E F Usservazioni sul
Contenitore | Dati tecaicl dlel tipi riportati nella prima colonna carrispondente Philips
lipo N Costruttore Corrispondente M Pot VCcBo | VoEO ICIAV) hFE T
P Philips K (VCER) o) (hfe) Conteni - |V2l0ore  |valore
Clow v | W (A) (MHz) | tore inferiore superiore
BC 395 i A (BC 146 Yw) MINI K| 0,075 an 20 0,075 125-260 S0T-42 ABD
BC 399 N |F {BC 146 GN) MINT K| 0,075 o 20 | 0,075 240-500 507T-42 ABD
BC 407 N |P BC 237 TO-106 K| (0,1} 50 45 0,1 110-450 300 s07T-30
BC 408 NP BC 238 TO-106 K | {0,1) 30 20 0,1 110-800 | 300 50T-30
BC 409 N|P BC 239 TO-106 K| (0,1) 30 20 041 200-800 300 $07T-30
BC 413 N |F BC 413 SO0T~30 K| (0,24) 45 30 10,1) 240-900 250 basso fumore
BC 414 N|F BC 414 SOT-30 K| {0424} 50 45 (0y1} 240-900 250 basso [rumore
BC 415 P|P BC 415 SOT-30 K| (0,24) 45 30 (0,s1) 240-900 200 basgso rumore
8C 416 PP BC 416 SOT-30 K| (0,24) 50 45 (0,1} 240-900 200 basso rumore
8C 429 N|TI §07T-32 K| /67 45 45 1 50+ 100
BC 430 P|TI SO0T-32 K| /67 45 45 1 50+ =
BCW 34 N | TE (2N 2222 &) TO-18 M| 0,36 80 45 10,5) 60-220 150 BC DOF
B8CW 35 PLTE {2N 2907 A) T0-18 M| 0,36 ao 45 (045) 60~220 150 B ACDEF
BCW 36 N|TI (2N 2222 A) T0-92 K 0,36 80 45 {0,5) 60-220 150 To-18 BC DF
BCW 37 Pl TI (2N 2907 A) T0-92 K| 0,36 80 45 (0,45) 60-220 150 TO-18 B ACDEF
BCW 46 N|P BCW 46 SO0T-33 K| (0,15) 80 60 0,2 130 300
BCW 47 N|F BCW 47 S0T-33 K| (0,15) 50 45 0y2 130 300
BCW 48 NI|F BCW 48 S0T-33 K| (0,15} 30 20 0,2 130 300
BCW 49 N|P BCW 49 SOT-33 K| (0,15) 30 20 0,2 130 300
BCH 56 PR BCW 56 S0T-33 K| (0,15) B0 &0 0,2 130 130
BCW 57 P2 BCW 57 SO0T-33 K| {0,15) 50 a5 042 130 130
8CW 58 PP BCW 58 SOT-33 K| (0,15) 30 20 Os2 130 | 130
BCW 59 PP BCW 59 S0T-33 K | (0,15) 30 | 20 0,2 130 130
BCW 69 P IR BCW 69 507T-23 K | 0,15 50 &5 (0y2) 120-260 150
BCW 70 P|F BCW 70 SOT-23 K | 0,15 50 45 10.2) 215-500 150
BCW 71 N | B BCW 71 §0T-23 K | 0,15 50 45 [0y2) 110-220 oo
BCW 72 N | P BCW 72 $0T-23 K| 0415 50 &5 0,2} 200-450 300
BCW 85 P Tl {2N 2907 a) S07-30 K | 0,3 0 |60 0,2 80-200 200 TO-18 B ADE
BCW 86 PIT (BC 177 &) SOT-30 K | 0,3 T0 50 0¢2 150-35r 200 T0-18 BCEF
BCY 30 PR (BCW 56 A) T0-5 M| 0,25 b4 | &% (0, 1) 18 1,2 507T-33  |aBC DEF
BCY 31 0 ) (BCW 56 A) TO-5 M (0,25 2] b4 {0,1) 28 1e7 507T-33 ARC DEF
BCY 32 L b (BCW 56 A) TO-5 M 0,25 b 6% {0y 1) 25 2,5 507-33 ABC DEF
BCY 33 P P {BCY 78 VII) TO-5 M| 0,25 3z 32 {0y1} 18 145 T0-18 ADEF
8CY 34 P |F (BCY 78 VII) T0-5 M | 0,25 32 3z (05 1) 28 245 TO-18 ADEF
BCY 38 L (2N 2904) T0~-5 M| 0,4 32 32 (0,5) 13 1,5 ABCOEF
BCY 39 L (2N 2904 A} T0-5 M | 0,4 oy s 10,51} 19 1,5 © ABDEF
BLY 40 P IP (2N 2904) T0-5 M | 0,4 32 32 (0,5) 23 245 ABCDEF
8CY 54 PP (2N 2904 A) TO-5 M| 0,4 50 50 {0,5) 25 2 ABCTDIEF
BCY 55 N [P BCY 55 SPEC. M | 12X0,3) |45 4% amplif,diff, a busso mmore
BCY 56 N | F BLY 56 T0-18 M 10,3 45 45 {0y 2) 100-450 85
BCY 57 N [P BCY 57 T0-18 M| 0,3 25 20 (0s2) 200-800 100
BCY 58 N | 1+5 BCY 58 vI1 TO-18 M| 0,39 32 3z g2 (200) 300
BCY 58 N I+8 8CY 58 VIII TO0-18 M| 0,39 32 32 0s2 (260) 300
BCY 58 N 14541 BCY 581X TD-18 M [ Ds39 32 3z 0,2 (330} 300 F
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transistori

A B C D E F = Osservazioni sul
Coatenitore Dati tecnici dei tipi riportati nella prima colonna corrispondente Philips
Tipo N Costruttore Corrispondentc M Ptot VCBO | VCEO 1C(AV) hFE fT
P Philips K (VCER) (IcM) (hfe} . _|valore |valore
G Conteni - |, F
W) V) V) (A} (MHz) tore inferiore superiore
BCY 58 D M| 1T+S+P BCY 58X TO0-18 M| 0,39 32 32 0,2 (520} 300 F
BCY 59 A W | 1,S,T,P BCY S9VI! T0-18 M| 0,39 45 45 0,2 {200) 300 F
BCY 59 B N| I¢5,T¢P BCY 59VIII T0-18 M| 0,39 45 45 0y 2 (260} . 300 F
BLY 59 © N| I1sSeTyP BCY 591X T0-18 M| 0,39 45 45 0,2 (330) 300 F
8CY 59 D. N 1,S,T,P BCY 59X TO-18 M| 0,39 45 45 0,2 (520) 300 I F
BCY 65 + N| S,P {BC 174) T0-18 M| -1~ = 60 0s2 {125-700) | 300 S0T-30 ADF C
BCY 66 N| SoP BCY S9VIII TO-18 Ml -1- 45 45 0,2 180+ 300 F
BCY 67 Pl S (BCY 71) T0-18 M| (0,77) 45 0,05 180-630 180 T0-18 AE DF
BCY 70 Pl P BCY 70 T0-18 H| 0,35 50 40 (0,2) 50+ v 200
BCY 71 Pl P BCY 71 TD-18 M| 0,35 45 45 {(0,2) 100+ 200
BCY 72 Pl P BCY 72 TO-18 M| 0,35 25 25 (042) | 50+ 200
BCY 78 P| S,P BCY 78 TO0-18 M| (0,3) 32 32 1(0,2) | 130-700 180
BCY 79 P| SeToP 8CY 79 T0-18 M (0,3} 45 45 (0s2) 130-500 180
BCY 85 A N[ TI {BCW 46 A) S0T-30 K| 0,3 100 60 0y2 100-300 200 SO0T-33 ABD F
BCY 85 8 N[ TI {BCW 46 B) $0T-30 K| 0,3 100 60 0,2 250-400 200 S0T-33 ABD F
BCY B6 A Nl TI (8C 107 B) SO0T-30 K| 0,3 a0 S0 0,2 250-450 200 T0-18 BC F
BCY 86 8 N| TI (BCY 59 X) SO0T-30 K| 0,3 80 50 042 400-600 200 T0-18 BC AF
BCY 87 N| P BCY 87 T0-71 M
8CY 88 N| P BCY 88 10-71 M
BCY 89 NP BCY 89 TO-71 L]
BCZ 13 + PP (BC 200RD) SO0T-19 ™| (0,08) 20 1201 0,01 125) 1,5 SO0T~42 ADE
BCZ 14 + Pl P {B8C200RD} SOT-19 M| (0,08} 20 120) 0,01 {55} 1,5 S0T-42 AD
BD 106 A N[ BD 124 SO0T-9 M| /11,5/ 36 | 36 2¢5 50-150 100
BD 106 -} N T = 50T-9 M| 11,5 36 36 245 100-300 100
BD 107 A L IR (8D 124) s0T-9 M| / 58~/ 64 | 64 2,5 50-150 100 COE ABF
BD 107 B N1 - S0T-9 M| /11,5/ 64 64 2,5 100-300 100
BD 109 N|S {BD 124) sS0T-9 M| -1B,5- 60 40 B) 30-300 30+ ACE
BD 111 N|F (BDY 92} T0-3 M| -15- 60 60 10 100 s AB
8D 113 N|F (BD 145) T0-3 M| 15 60 60 10 60 100 DE A
BD 11\5 N|P 8D 115 . TO-39 Ml =6= 245 180 0,15 60+ 145
8D 116 N|F {BD 145) T0-3 M| -15- - 60 = 60 E
8D 119 N|F - TO-66 M| -6- 300 300 Oyle= 120
BD 120 N|F - T0-66 M| 745 150 150 - 170 30
BD 124 N BD 124 T0-9 M] -10- 70 45 {4) 50+ 120
BD 127 N|T - S0T-32 K| -8,9- 350 300 0,15 50+ 10+
80 128 N|T - S0T-32 Kl -8,9- 400 350 0,415 30+ 10+
BD 129 NI T = SO0T-32 K| -8,9- 350 350 1 0415 40+ 10+
BD 130 N]|S 2N 3055 {T0-3) M| -100- 100 60 15
80 131 NP BD 131 sDT-32 K| -11- 45 45 2 40+ 60
8D 132 Pl P BD 132 S0T-32 K| ~1l1- 45 45 3 40+ 60
8D 135 M| PsS BD 135 SDT-32 K| =-645- 45 45 (1,5} 40-250 250
BD 136 P | P,S BD 136 SO0T-32 K| -6,5- 45 45 0s5 40-250 75
8D 137 M| PySEsSsT BD 137 SO0T-32 K| -645- 60 60 0,5 250
BD 138 P| PyS BD 138 SOT-22 K| -6+5- 60 60 045 40-160 75
]
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transistori

A B Cc D E F - Osservazioni sul
Contenitore Dati tecnicl dei tipi riportati nella prima colonna corrispondente Philips
Tipo N Costruttore Corrispondeate M Ptot VcBO | VCEO IC(AV) hFE fr
P Philips K (VCER) (Icm) (hfe) Conteni - [V310Te |valore
G W) ) ™) (A} (MHz) | tore linferiore/ superiore
BD 139 N | P BD 139 SO0T-32 K| =645~ 80 B0 (1,5} 40=-160 250 - - -
BD 140 P | PySELSyT BD 140 SOT=32 K| ~6,5- 80 80 (1,5) 75
BD 141 N|a 2N 3442 T0-3 M| /1177 140 | 120 | B 20-70 1,3 BCDF
BD 142 N | A (2N 3055) TD-3 MI /1177 50 50 15 20-50 1,3 F -1
BD 144 " one BD 144 T0-3 M| -7- BO0 | (800 10,25) 20+ 12
BD 145 N [P BD 145 T0-3 M| =15~ 150 150 (10 45+ 100
8D 157 N [ M - 1807T32) K| 720/ * 250 0¢85 30+ -
BD 158 N (M - {S0T32) K| /207 - 300 0,5 0+ -
BD 159 N [ M = {S0T32) K| 720/ = 350 Dy5 30+ | -
BD 160 NP BD 160 TO-3 M| -10- 250 |- 17) defless, orizz. [
BD 162 N | a (8D 131) s0T-9 M, -15- 40 20 L 30+ 0,75 §0T-32 AD BCEF
BD 1632 N | A {80 131) $0T-9 M| -15- &0 40 & 20+ 0,75 S0T=-32 ABD CEF
BD 165 N |M (BD 131} 150732) K| 720/ = “5 1,5 a0+ 3 A DF
8D 166 P (M (BD 132) (S0T32) K| /20/ - li‘»S 1,5 | 40+ 3 A BF
BD 167 N M {BFX 34) (S0T32) K| 720/ - &0 1,5 40+ 3 T0-39 A DF
8D 168 P M {BFS 92} {S07T32) K| 720/ = &0 145 40+ 3 TO0-39 AD EF
8D 169 N | M {BSW 66} {50732} K| 720/ - BO 1:5 25+ 3 T0-39 AD EF
BD 170 P M (2N 4033) (s0T32) K| 720/ - 80 1+5 25+ 3 TO-39 AD EF
BD 171 N M {BSW 67) (S0T32) K| 720/ - 90 1 40+ [ T0-39 AE CF
8D 172 N | M (BSW 67) (80T32) K| 720/ = 120 1 40+ 6 T0-39 AE F
BD 173 N | M (8D 137) (S0T32) K| 720/ - &0 1 40+ 6 ab F
BD 175 N | M (8D 131) (S0T32) K| 730/ = 45 3 40+ 3 A r
8D 176 PN (8D 132) {s0T32) K| /30/ - 45 3 40+ 3 A P
BD 177 N M {80Y 61) (S0732) K| 730/ - &0 3 40+ | 3 T0-3 A DEF
8D 178 P M - (S0T32) K| /30/ - 60 3 40+ 3
BD 179 N |M (BU 126) {S0T32} K| 730/ - B0 3 25+ 3 T0-3 I CE BCF
8D 180 P M - 150732) K| /30/ - B8O 3 25+ 3
BD 181 N |P BOal81 T0-3 M| /78/ 55 &5 10 20-70 | {0,015
BD 182 N | P 8D 182 T0-3 M| 7117/ 70 &0 15 20-70 {0,015
BD 183 N |P BD 183 T0-3 M /1177 a5 BD 15 20-70 {0,015
8D 185 N | M (8D 131) 150T32) K| 740/ - 30 4 40+ 2 AD F
8D 186 P |M (8D 132) {S0T32) K | /40/ - 30 4 40+ 2 AD E
BD 187 N M (BD 131) {50T32) K | 740/ - 45 o 40+ 2 AD F
BD 188 P(M (8D 132) (S0T32) K | 740/ - 45 o 40+ 2 AD F
BD 189 N (M {BDY 61} {S0T32) K | 740/ - 60 & 15+ 2 T0-3 & DEF
BD 190 P M - (S0T32) K | /40/ - 60 & 15+ 2
80X 10 N |a 2N 3055 T0-3 M| 117/ 100 |e0 15 20+ 1,3
80X 11 N |a 2N 3442 10-3 M| 71177 180|140 10 20-70
BDX 12 N | & 2N 4347 T0-3 M| t100) 140 | 120 5 20-70
BDX 13 N [a {BOY 38) T0-3 ®l/117/ 50 &0 15 15-60 D
30Y 10 N | My (BDY 38) T0-3 M| 7130/ 50 40 2 10-50 1 A DE
BOY 11 N My (2N 3055) T0-3 M | /1307 100 |70 2 10-50 1 A DE
BDY 12 N |S (8D 124} SOT-9 M | -26- &0 a0 2 30-300 30+ A 1)
BOY 13 NS 1BD 124) 50T-9 M | -26- 80 60 2 30-300 30+ AC o
|
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transistori

A B C D E F 5 QUsservazioni sul
Contenitore Dati tecanici dei tipi riportati nella prima colonna corrispondente Philipes
Tipo N Costruttore Corrispondente M Ptot VCBO | YCEO IC AV hFE fr
P Philips K (VCER) tlom) (hfe) Conteni - ¥8l0T8  valore
G W) ) ) (AY (MHz) | torr inferiore superiore
BDY 15 A N T BD 124 S0T-~-9 L I T B a4 36 295 50-150 o H ABCF
BDY 15 8 N T = s07-9 Y - 1 11 36 245 100-300 vog
BDY 15 © N[ T - s0T-9 M| 1154 36 36 245 200-600 100
BOY 16 A N T (BD 124) S0T-9 LIRS 1) &% By Bl 245 50-100 100 C AF
BDY 16 B N 1 = S07-9 M| S11457 b& - 245 100-300 oo
BDY 17 + N ([P 2N 3055 T0-3 L8 I -0 BO 60 10 10+ 1 BDE
8DY 18 + N|[P (BD 183} T0-3 M| JELSY 120 T0 10 10+ 1 B CDE
BOY 19 + N | P 2N 3442 T0-3 M| FLE15¢ I50 B0 10 10+ 1 BCE
8DY 20 N|P 2N 3055 T0-3 M| SLL1S7 100 -1+] 15 20-70 e LO+
BDY 23 N | SE (BDY 92) T0-3 M| /B85S &0 a0 ] 15-180 10+ A BOF
BDY 24 N | SE {8DY s1) T0-3 M| 285 ! 100 20 [ 15-180 10+ AC DF
BDY 25 N | SE (2N 3442} T0-3 M | /857 ‘ 200 140 & 15-180 L0+ BF AD
8DY 26 N | SE (BD 1601} T0-3 M| /B5/ 300 180 & 15-180 10+ AD
BDY 27 N | SE {BU 126} TO-3 M| fBS/ 400 200 ] 15-180 10+ AD BC
BDY 28 N | SE (BU 126) T0-3 M| fBS/ 500 250 & 15-180 10+ AD 8C
BDY 34 N|T BD 124 s07-9 M =13- 60 40 |3 30+ RO D
BDY 38 N|P BDY 38 T0-3 Ml L1LSS 50 40 (] 30+ 1
8DY 39 N |S (2N 3055} (T0-3) M| =75~ 60 (10} 20-70 1s1 F B8DE
BDY 49 N | T {8DY 19) T0-3 M| 7150/ 100 80 130} 15-60 ADE B
BDY 53 N | SE ({BDY 92) T0-3 M| 760/ 100 60 12 20-60 20+ BD (7
BOY 55 N | SE 2N 3055 T0-3 M| 7115/ 100 60 115) 20-70 10+ F =
BDY 60 N|P BDY 60 T0-3 M| -15- 120 6C 5 45+ 100
8DY 61 N |F BDY 61 T0-3 M| -15= 100 60 5 45+ 100
8DY 62 N | P BOY 62 T0-3 M| -15- &0 30 5 45+ 100
8DY 71 N | SE (8DY 61) TO-66 M| /307 90 55 4 80-200 0.8 T0-3 ABE CDF
BDY 72 N | SE {2N 4347} T0-66 M| /307 150 120 3 60-80 | 0,8 T0-3 BE AD
BDY 73 N | SE {2N 3055) T0-3 M| 7115/ | 100 60 15 50-150 1+ E
BDY 74 N | SE (2N 3442) T0-3 M| 7115/ 150 | 120 15 : 50-150 = DE [ BC
BOY 75 N | SE (2N 3771) T0-3 M| 7150/ 50 40 I 30 40-120 D48 E
BDY 76 N | SE (2N 3772) T0-3 M| 7150/ 100 60 20 40-120 0.8 £
8DY 77 N | SE (2N 3442) T0-3 M| 7150/ 150 120 16 40-120 ADE c
BDY 78 N | SE {2N 3054) T0-66 M| /30/ S0 55 L 25-100 B8 F
BDY 79 N | SE (2N 4347) TO-66 M| /304 150 120 4 25-100 a TO=-3 BEF AD
BDY 80 A N. | SE (8D 131) TO-66P K | /36/ a5 35 I 4 40-80 3 507-32 AD 8CF
80Y 80 8 N | SE - T0-66P K | /3&/ 35 35 # 70-140 =
BDY 80 C N | SE - TO-66P K | /f36&6/ 35 35 . 4 120-240 -
BDY 81 A N | SE t8D 131) TO-66P K  /3&/ 50 50 & 40-80 3 507T=-32 ABCO =
BDY 81 B N | SE - TO-66P K | /3&/ | 50 150 & 70-140 | 3
BDY 81 c N | SE - TO-66P K | /f3&/ 50 50 & 120-240 3 |
BDY 82 A P | SE (8D 132) TO-66P K | /3&/ 35 3is & | 40~ 80 1 s0T-32 AD BCF
8DY 82 B P | SE = TO-66P K | /[36&/ 35 as & | 70-140 1 : :
BDY 82 © P | SE - TO-66P K /3&/ 35 as & 120-240 1 | |
BDY 83 A P | SE {(BD 132) TO-66P K | /f3&/ 50 50 & 40-80 1 507T-32 | ABCD ‘ F
BDY 83 B P | SE = TO-66P K | /3&/ 50 50 4 70-140 1 :
I I
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transistori

A B C D E F - Qsservazioni sul
Contenitore Dati tecnici del tipi riportati nella prima colonos corrispondente Philips
Tipo N Costruttore Corrispondente M Prot VCcBO | VCEO Ic(AV) hFE fT
P Philips K (VCER) (kcM) (hfe) Counteni - |V310T€ | valore
G W) ) V) (A) (MHz) | tore inferfore superiore
: i
8DY 83 P | SE - TO-66P K| /36/ | S0 | 50 4 ‘ 120-240 1
BDY 90 N|P BDY 90 T0-3 M| ~-40- 120 100 115) 30-120 45
BDY 91 N|P 8DY 91 T0-3 M| -40- 100 80 {15} ‘ 30-120 45
80y 92 NP BOY 92 T0-3 M| —-40- 80 60 {15} | 30-120 45
BDY 93 N|P BDY 93 TO-3 M| -30- 750 350 (5) | 15-60 12
BDY 94 N|P BDY 94 TO-3 M| -30- 600 300 (5) 15-60 12
BDY 95 N|P 8DY 95 T0-3 M| -30~ 400 250 (5) 15-60 12
BDY 96 N|P BDY 96 T0-3 M| -40- 750 350 {10} 15-60 10
8DY 97 N|P 8DY 97 T0-3 M| -40- 600 300 (10} 15-60 10
BDY 98 N|P BDY 98 TO-3 M| =40- 400 250 (10} 15-60 10
BF 109 N|P (BF 178) T0-5 M| -1,2- 135 110 0,05 20+ 80 T0-39 AB
BF 110 N | S,T (BF 178) TO-39 M| 72,5/ 160 (160} 0,04 30+ 150 J B o]
BF 111} N| S (8D 115) T0-39 M| -3- - (200} 0,08 20+ 120 ABD
BF 114 N| T (BF 178) TO-5 M| =246- 150 (145) 0,05 30+ 80+ TO0-39 A B
BF 115 N| S,T,P BF 115 TO-72 M| {0,145} | 50 {50) 0,03 47-166 230
8F 117 N|I BF 178 T0-39 M| -1,27- 140 (140} 0,1 25+ 80 DE ABF
BF 118 NI T (BF 338} T0-39 M| /57 250 250 0,1 25+ 110 ACEF B
BF 119 N| I BF 337 T0-39 M| /57 160 160 0s1 25+ 110 AEF 8C
8F 120 N| I {6F 179} TO-18 M| 0,3 - (220) 0,05 20+ - T0-39 AC
BF 121. N|I (B8F 196) SPEC. K| (0,265) | 40 30 0,025 30+ 350 S0T-25 A
BF 123 N1 (BF 197) SPEC. K| (0,265) | 40 25 0,025 32+ 550 SOT-‘ZS A
BF 125 NI (BF 197} SPEC, K| (0,265) | 40 25 0,030 10 450 s0T-25 A EF
BF 127 N[ BF 196 SPEC. K| (0,265) | 40 30 0,025 27+ 350 S0T-25 A
BF 140 N [ D,SE BF 178 T0-5 M| 72,5/ 135 (135) 0,05 15+ 40+ T0-39 A CF
BF 140 N| D BF 178 T0-5 M| /2457 180 1150) 0,05 15+ 354 TO-39 A CF
BF 152 N| F BF 183 (TO-18) K| 0,2 30 12 0,025 (501 800 TO0-18 AD C
BF 153 N| F (BF 255) {S0T30) K| 0,2 30 12 - 20+ 300 F ABC
8F 154 N| F aF 196 {T0-5) K| 0,3 30 20 - 50 400 SOT-25 A c
B8F 155 N| F (BF 180) T0-72 M| 0,175 40 40 0,02 70 600 ;
BF 156 N| F BF 178 T0-5 M 0,8 120 120 — (50) 60 ABF
BF 157 N| F BF 179 T0-5 M| 0,8 150 150 - 60 60 C ABF
8F 158 N| F BF 173 (T0-18) K| 0,2 30 12 = 50 800 TO-18 F ABCE
BF 159 N| F 8F 173 (TO-18} K| 0,2 40 20 - 50 800 TO-18 F ACE
BF 160 N|F (BF 255) (SOT30) K| 042 30 12 50+ 600 F ABC
BF 161 N| F (BF 181) TO-18 M| 0,175 50 S0 0,02 70 550 BCE
BF 162 N| F (BF 200} (TO-18}) K| 0,2 40 40 = 70 600 T0-18 ARC
BF 163 N| F BF 196 {T0O-18) K| 0,2 40 40 = 70 600 $0T-25 CF
BF 164 N| F BF 167 (T0-18) K| 0,2 40 40 - 70 600 S0T-25 EF
BF 165 NI F BF 185 T0-18 M| 0,3 30 15 - 35 300 AF CE
BF 166 N1 F BF 200 TO-72 M| 0,175 40 = — S0 500 BE F
BF 167 N| 1,5,T,P 8F 167 T0-72 M| (0,13} | 40 30 0,025 26+ 350
BF 169 N | SE (BF 115) T0-18 M| 0,3 50 30 0,05 200-500 200 ADE
BF 169 nN| D (BF 115} {SOT30) K| 0,3 50 30 0,05 200-500 200 ADE
BF 173 N | T14S,T4P BF 173 TO-72 M| (0,26} 40 5] 0,025 38+ 550
(continua)
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TEGNICA
ELETTRONICA
SYSTEM

PRODUZIONE
STRUMENTI
ELETTRONICI

MILANO

Via Moscova, 40/7
Tel. 667326 - 650884

e ——

ROMA

Via Saluzzo, 49
Tel. 727663

PRODUZIONE TES:

Alimentatori stabilizzati - Analiz-
zatori - Distorsiometri - Genera-
tori BF - Generatori AM-FM - Ge-
neratori sweep-marker - Milli-
voltmetri elettronici - Misuratori
d'impedenza - Misuratori di cam-
po - Misuratori di potenza d'usci-
ta - Misuratori wow e flutter -
Multimetri elettronici e digitali -
Oscilloscopi a larga banda -
Ponti RCL - Prova transistori -
Voltmetri elettronici fet.

RICHIEDETE
CATALOGO PRESSO | PUNTI
DI VENDITA G.B.C.

nuovo oscilloscopio
doppia traccia Mod. 0371

2 canali identici A e B — Banda passante dalla DC a € MHz
— Sensibilita Y 10 mV pp/cm — Sensibilita monotraccia
1 mVpp/cm — Asse tempi da 0,1 us a 20 ms/cm — Fun-
zionamento trigger o ricorrente — Sensibilita x 100 mV
pp/cm — Espansione equivalente 5 diametri — Asse Z
soppressione con - 25 Vpp — Tubo 5” schermo piatto —
Semiconduttori impiegati n° 77 — Elevata affidabilita —
Garanzia 1 anno, tubo compreso — Prezzo molto competitivo



. - c - DISTRIBUTRICE ESCLUSIVA PER L'ITALIA
1 migliori

Qso\ ZIs

hanno un nome

mod. CB-75

caratteristiche tecniche
23 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predi-
sporre |'accensione automatica - limitatore di disturbi - indicatore intensita uscita in
R.F. - sintonizzatore Delta - controllo tono, volume e squelch - presa per microfono,
cuffia, antenna esterna, altoparlante esterno, alimentazione c.c./c.a. - 20 transistori,
1 IC - potenza ingresso stadio finale 5 W - Alimentazione 12 Vec.c. - 220 Vc.a. 50 Hz -
dimensioni 325 x 215 x 150.

Mod. TS-5024 P

caratteristiche tecniche

24 canali equipaggiati di quarzi - orologio digitale incorporato che permette di predi-
sporre I'accensione automatica - mobile in legno pregiato - limitatore di disturbi, con-
trolio volume e squelch - indicatore S/Meter - segnale di chiamata (1750-Hz) - presa
per microfono, cuffia, antenna - 28 transistori 19 diodi, 1 SCR - potenza ingresso stadio
finale senza modulazione: 36 W - potenza uscita RF senza modulazione: 10 W - potenza
uscita RF con modulazione 100%: 40 W P.E.P. - potenza uscita audio max: 5 W -
alimentazione 220 Vc.a. 50 Hz - dimensioni 365 x 285 x 125.

RICHIEDETE IL NUOVO COMMUNICATIONS BOOK DI 136 PAGINE ALLA G.B.C. ITALIANA

c.p. 3988 REP. G.A. - 20100 MILANO INVIANDO L. 150 IN FRANCOBOLLI




il TESTER che si afferma
in tuttt 1 mercati

'ACCESSORI FORNITI
A RICHIESTA

G

TERMOMETRO A CONTATTO
PER LA MISURA ISTANTANEA
DELLA TEMPERATURA

Mod. T-1/N Campo dl misura
da —25° a +250°

R

PUNTALE PER LA MISURA

DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI,

TRASMETTITORI, ecc.
Mod. VC 1/N Portata 25.000 V c.c.

DERIVATORI PER LA MISURA
DELLA CORRENTE CONTINUA
Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. -
Mod. SH/150 Portata 150 A c.c

b
TORING = Rodutto . Dr.
Ciso D. m{ﬂ‘mm&"w

BREVETTATDO

MOD. TS 210 20.000 2/V c.c. - 4.000 2/V c.a.

8 CAMPI DI MISURA 39 PORTATE

VOLT C.C. 6 portate: 100 mV 2V 10V 50 V 200 V 1000 V
VOLT C.A. 5 portate;: 10V 50 V 250 V 1000 V 2,5 kV

AMP. C.C. 5 portate: 50 pwA 0,5 mA 5mA S0 mA 2 A

AMP. C.A. 4 portate: 1,5 mA 15 mA 150 mA 6 A

OHM 5 portate: {2x1 OQx10 Ox100 Ox1 k Nx10k

VOLT USCITA 5 portate: 10 V~ 50 V~ 250 V~ 1000 V~ 2500 V~
DECIBEL 5 portate: 22 dB 36 dB 50 dB 62 dB 70 dB
CAPACITA’ 4 portate: 0-50 kpF (aliment. rete) - 0-50 uF - 0-500 uF -

0-5 kuF (aliment. batteria)

@® Galvanometro antichoc contro le vibrazioni @ Galvanometro .snucleo magnetico schermato contro |
campi magnetici esterni @ PROTEZIONE STATICA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata
di fondo scala. @ FUSIBILE DI PROTEZIONE suile basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10
ripristinabile @ Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a
vantaggio di una eccezionale garanzia di durata @ Grande scala con 110 mm di sviluppo @ Borsa
in moplen il cui coperchio permette 2 inclinazioni di léttura (30° ® 60> oltre all'orizzontale} @ Misure
di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) @ Peso g 400 @ Assemblaggio ottenuto totalmen-
te su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate

CON CERTIFICATO DI GARANZIA

Moo TS 210

MRS

una MERAVIGLIOSA

realizzazione della

20151 Milano

BaBRITGll o

- Vla Gradisca, 4

- Telefonl 30.52.41/30.52.47/30.80.783

AL SERVIZIO : DELLINDUSTRIA
DEL TECNICO RADIO TV
DELL'IMPIANTISTA

DELLO STUDENTE

un tester prestigioso a sole Lire 11.550

ESPORTAZIONE IN:

EUROPA -

franco nostro stabilimento

MEDIO ORIENTE - ESTREMO ORIENTE - AUSTRALIA - NORD AFRICA - AMERICA



THON produce in modo semplice |'effetto quadrifonico. Pud essere
‘di amplificatore ad alta fedelta: utilizzando 4 casse acustiche |'apparec-

oltatore |'impressione di trovarsi al centro di una sala da concerto. Cid si
ottiene d spméndn semplicemente dei normali dischi stereofonici. Con |'UK 180, in pratica, si forma

un fron .:.__-,c6st|tu|t0 dai due canali stereofonici, mentre i diffusori retrostanti riproducono una
‘miscela gei due canali, con |a passibilita di variarne la fase ed attenuarne separatamente il
livella fusori frontali e posteriori.

Caratteristiche tecniche:

Impedenza dei due ingressi: 4 + 8 - Massima potenza dingresso per canale: 12 W - Impedenza delle quattro
uscite: 4 + 8 £} - Posizioni di ascolto: normale/stereo - 4 fasi stereo - 4 fasi invertite stereo.
Regolazioni indipendenti per altoparlanti frontali ed altoparlanti posteriori,

Prezzo-netto imposto ‘L, 24.000
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SESRPRS e

QUANDO GLI ALTRI VI GUARDANO...

STUP'TELI ! LA SCUOLA RAD'O INFINE... moite altre cose che vi diremo in una splendida e dettagliata documen -

tazione a colori. Richiedetela, gratis e senza impegno, specificando il vostro no-

ELETTRA V| DA’ QUESTA POSSI' me, cognome, indirizzo e il corso che vi interessa. Compilate, ritagliate (o ricopia -
tel toli tal di to tagliando alia:

BlL'TA’, OGGl STESSO elo su cartolina postale) e spedite questo tagliando alia

Se vi interessa entrare nel mondo della tecnica, se vo- ﬂ A

lete acquistare indipendenza economica (e guadagnare
veramente bene), con la SCUOLA RADIO ELETTRA ci

riuscirete. E tutto entro pochi mesi. - 4
TEMETE DI NON RIUSCIRE? Scuola Radio Elettra -
Allora leggete quali garanzie noi siamo in grado di of- , 3
frirvi; poi decidete liberamente. Via Stellone 5/291 °
INNANZITUTTO | CORSI 10126 Torino

CORSI TEORICO-PRATICI:

RADIO STEREO TV - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA

INDUSTRIALE - HI-FI STEREO - FOTOGRAFIA.

Iscrivendovi ad uno di questi corsi riceverete, con le

lezioni (e senza aumento di spesa), i materiali necessari

alla creazione di un completo laboratorio tecnico. In pit,

al termine del corso, potrete frequentare gratuitamente

per 15 giorni i laboratori della Scuola, per un periodo di

perfezionamento.

Inoltre, con la SCUOLA RADIO ELETTRA potrete seguire

anche i

CORSI PROFESSIONALI:

DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA - IMPIE-

GATA D’AZIENDA - MOTORISTA AUTORIPARATORE -

ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE - TECNICO DI

OFFICINA - LINGUE. .

e il nuovissimo CORSO-NOVITA:

PROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DE! DATI.

POI, | VANTAGGI

- Studiate a casa vostra, nel tempo libero;

- regolate V'invio delle dispense e dei materiali, secondo
la vostra disponibilita;

- siete seguiti, nei vostri studi, giorno per giorno;

- vi specializzate in pochi mesi.

IMPORTANTE: al termine del corso la Scuola
Radio Elettra rilascia un attestato, da cui risul-
ta la vostra preparazione.

291 Francatura a carico

del destinatario da
addebitarsi sul conto
credito n. 126 presso
'Utheio P.T. di Torino
A D. - Aut. Dir. Prov
P.T. di Torina n. 23616
1048 def 23-3-1955
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Perché pretendere molto dalla tecnica

e non dall’ estetica?

Quadrosound

Hi-Fi Stereo-Set 1000

[

Dimostrate di possedere gusto
raffinato, scegliendo  I'Hi-Fi
Stereo Set 1000 Quadrosound.
E' l'inizio di una nuova dimen-
sione nell'Hi-Fi. Tecnica perfetta,
in una veste adatta ai nostri
tempi.

TN : e

‘\\

Il Quadrosound ELAC Set 1000
consta di un ricevitore

1000 T completamente
transistorizzato con 2x30 W
di potenza musicale,

2 altoparlanti box LK 1000 ed
inoltre 2 altoparlanti
Quadrosound.

Ulteriori informazioni possono
essere richieste

presso tutti i migliori rivenditori.
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RADIORICEVITORE PORTATILE DI LINEA SPORTIVA ROBUSTO,
IMPERMEABILE, CON INDICATORE DI SINTONIA
A DIODO ELETTROLUMINESCENTE

ICF-1T1L:

nuovissimo radioricevitore portatile SONY

per FM-OL-OM, rappresenta I’amico ideale di coloro
che amano la vita all’aperto.

&y

Facile e perfetta sintonia grazie al sistema SONY
LED - Diodo elettroluminescente

Progettato per - sopportare senza danno urti ed
intemperie.

Sezione FM a transistori FET per una elevata sen-
sibilita ed una eccellente separazione delle stazioni
adiacenti.

ACQUISTATE PRODOTTI SONY SOLAMENTE CON GARANZIA ITALIANA

Circuiti FM e AM con filtri ceramici per una
superba selettivita.

Commutatore AFC per un perfetto accordo esente
da deriva in FM.

Gamme di frequenza: FM 87,5 +— 108 MHz; OL
150 + 400 kHz; OC 530 + 1605 kHz.

Antenna telescopica per FM e antenna in ferrite
per OL - OM.

Potenza d’uscita: 1,1 W max.

Alimentazione: 4,5 Ve.c. oppure 110-120 o 220-240
Vc.a. tramite apposito adattatore.

Dimensioni: 214 x 178 x 56,

Peso: 1,3 kg.




ANALIZZATORE

ELETTRONICO
R 127

Analizzatore elettronico universale, con indicatore automa-
tico di polarita, per la misura di tensioni, correntl (conti-
nue ed alternate) e di resistenze. Particolarmente adatto
per la messa a punto di apparecchiature televisive ed elet-
troniche in laboratori, in produzione e servizio riparazioni.
TENSIONI CONTINUE: da 0,3 a 1000 V fs con impedenza di
ingresso di 11 M. Precisione =+ 2%. Con puntale AT Il
campo di misura pud essere esteso fino a 30.000 V f.s.
TENSIONI ALTERNATE: da 0,3 a 1000 V f.s. con impedenza
d’ingresso 10 MQ/30 pF.

Precisione = 3%.

CO;ORENTI CONTINUE: da 30 nA a 3 A f.s. - Precisione
*= 2%.

CORRENTI ALTERNATE: da 33 a 3,3 A fss. - Precislone

+ 3%.

CAI}’A‘,PO Di FREQUENZA: da 10 Hz a 200 kHz entro il
+ 5%.

RESISTENZE: fino a 1000 MQ In 7 portate.
MISURA DI LIVELLO: da — 30 a + 62 dB.

MULTIMETRO

DIGITALE
DG 215

Adatlo per ia misura di tensioni continue ed alternate con
indicatore automatico di polaritd, correnti continue e re-
sistenze.

Risulta pertanto uno strumento di uso generale che pubd
gssere impiegato in tutte le applicazioni dove sl richiedano
misure rapide, precise e ad alta impedenza.

TENSIONI CONTINUE: da 1 mV a 1000 V. - Precisone =+0,5%.
Implegando il puntale P 150/S & possibile estendere il cam-
po di misura fino a 30 kV. Precislone = 3%.

TENSIONI ALTERMATE: da 1 mV a 750 V - Precisione
+ 0,5%.

IMPEDENZA D'INGRESSO: 10 MQ/100 pF.

RISPOSTA DI FREQUENZA: entro £ 2% da 20 Hz a 20 kHz.
Corrente continua: da 1 uA a 2 A - Precisione =+ 0,5%.
Applicando «shunts» esternl (forniti a richlesta) & possi-
bile estendere il campo di misura.

RESISTENZE: da 1Q a 1,999 MQ.

PRECISIONE: =+ 0,5%.

INDICATORI NUMERICI: 3 pill un indicatore di fuori portata.

della START S.p.A.

| U N|A O H|M

STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO ELETTRONICI (] ELETTRONICA PROFESSIONALE

O Stabilimento e Amministrazione: 20068 Peschiera Borromeo - Plasticopoli - (Milano) T Telefono: 9150424/425/426 O




Peerless

casst acusTicHe IN “KIT”

: Altoparl. | Pot. |Impe- Risposta 3 Codice
Tipo Impiegati | Max |denza di freq. Dimens. G.B.C.
KIT 10-2 | 1 Woofer ’
1 Tweeter 10W | 402 |45:18.000 Hz | 204x340x203 | AA /549200
202 | e 30w | 40 [4020.000 Hz | 255x500x230 | Aa /5294.00
KIT 20-3 | 1 Woofer
1 Mid-Range |40 W | 402 |40 20.000 Hz 255x500%230 | AA /5496-00
1 Tweeter
KIT 50-4 | 1 Woofer
1 Tweeter 40W | 40 |30+ 18.000 Hz | 380x670%267 | AA /5498-00
1 Mid-Range

DISTRIBUITE IN

ITALIA DALLA G.B.C.
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‘Elettricita”
er il vostro denaro!

Questa ¢ la
pila «Tigre»
della

Hellesens!

La pila «Tigre» della
Hellesens & stata la prima
pila a secco nel mondo e
lo & rimasta. Nessun’altra I’ha
superata in capacita e durata.
La pila a secco & stata inventata
nel 1887 da Wilhelm Hellesens. Da
allora la pila con la tigre serve in
tutto il mondo per la illuminazione
di lampade, per l'accensione di radio,
per lilluminazione di lampade al
magnesio e per il funzionamento di
telecamere. Le fabbriche Hellesens
della Danimarca sono le pilt moderne

in Europa e forniscono anche la Casa
Reale danese. La pila «Tigre» della Hellesens
¢ una pila con indomabile potenza, dura pil

a lungo e presenta una maggiore capacitd. Questi pregi sono stati ampiamente dimostrati
dalle prove. Se siete ora orientati verso la pila Hellesens, potrete rilevare voi stessi le
sue doti. Usatela per gli apparecchi a transistor, per le radio, per gli impianti di allarme,
per le cineprese. Con la pila «Tigre» della Hellesens il vostro denaro acquista pilt elettricit.
La Hellesens ha la «Tigre» fin dal 1923.

Piu ”’Elettricita”
per il vostro denaro
con la pila «Tigre»
della Hellesens

oL
'H'EI.I.ESENS
BATTERIES
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Tema: elettronica professionale
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Una Cassetta che mostra i denti

La
nuova Compact
Cassetta BASF

Registrare BASF sinonimo di / M
perfezione anche per le C120

s e coprmcg. s

7

Special
Mechanics

v LM -Eymamin
4 / Spezial
: : Mechanik

Il nastro LH - offre La speciale meccanica SM )
la migliore qualita d'ascolto: _ assicura l'ideale Richiedéts Qusaio machia
bassissimo rumore di fondo scorrimento del nastro 3
nella cassetta.

_elevato livello La prova pill evidente:
di modulazione. C 120 senza problemi.
. La meccanica speciale &

indicata dal marchio «SM»

sulle Compact Cassette

BASF LH e Chromdioxid:

iy Via Rondoni, 1
C60, C90, C120. 20146 Milano

Registrare BASF sinonimo di perfezione

/






